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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トランジスタと、第１の容量素子と、発光素子と、第１のスイッチ乃至第４のスイッチ
とを有し、
　前記第１のスイッチは、前記トランジスタのゲートとドレインとの間に電気的に接続さ
れ、
　前記第２のスイッチは、前記トランジスタのドレインと前記データ線との間に電気的に
接続され、
　前記第３のスイッチは、前記トランジスタのドレインと前記発光素子との間に電気的に
接続され、
　前記第４のスイッチは、前記第１の容量素子と前記第２の容量素子との間に電気的に接
続されており、
　前記第１の容量素子は、前記トランジスタのゲートとソースとの間の電圧を保持する機
能を有し、
　前記発光素子は、第２の容量素子としての機能を有し、
　前記トランジスタのゲートとドレインとを電気的に接続し、且つ、前記第１の容量素子
と前記第２の容量素子とを電気的に接続し、前記第１の容量素子及び前記第２の容量素子
に前記トランジスタの閾値電圧を入力する第１の動作と、
　前記トランジスタのドレインとデータ線とを電気的に接続し、前記第１の容量素子に前
記トランジスタのドレイン電流に応じた第１の電圧を入力する第２の動作と、



(2) JP 5041772 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

　前記第１の容量素子と前記第２の容量素子とを電気的に接続し、前記第１の容量素子に
第２の電圧を入力する第３の動作と、
　前記トランジスタと前記発光素子を電気的に接続し、前記第２の電圧に応じた電流を前
記発光素子に入力する第４の動作とを行う機能を有し、
　前記第１の動作、前記第２の動作、前記第３の動作、及び前記第４の動作は、この順に
行われ、
　前記第１の動作乃至前記第３の動作において、前記発光素子の陰極に電気的に接続され
た第１の配線の電位は、前記発光素子の陽極に電気的に接続された第２の配線の電位と同
じ又は概ね同じであり、
　前記４の動作において、前記第１の配線の電位は、前記第２の配線の電位よりも低いこ
とを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第１の容量素子と前記第２の容量素子とを電気的に接続する動作では、
　前記第１の容量素子と前記第２の容量素子との電荷を分配して、前記第１の容量素子に
、電流Ｉ２＝（Ｃ１／（Ｃ２＋Ｃ１））２×Ｉ１（Ｃ１及びＣ２はそれぞれ前記第１及び
第２の容量素子の容量値、Ｉ１は前記データ線の電流値）に応じた前記第２の電圧を入力
することを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２において、
　前記トランジスタのドレインと前記データ線とを電気的に接続し、且つ、前記トランジ
スタのゲートとドレインとを電気的に接続し、且つ、前記第１の容量素子と前記発光素子
とを電気的に接続し、前記発光素子に逆バイアスを印加する動作を行う機能を有すること
を特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、自発光型の表示素子を適用した表示装置とその駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
表示装置の駆動方法には、大別してアクティブマトリックス駆動とパッシブマトリックス
駆動がある。パッシブマトリクス駆動は、表示素子をマトリックス状の電極で挟んだ簡単
な構造であるため製造コストは安いが、ある画素を駆動しているときは他の画素を駆動で
きないため、大面積または高精細な表示装置には向かない。一方アクティブマトリクス駆
動では、一つ一つの画素に能動素子と輝度情報を保持する手段が設けられているため製造
コストはパッシブマトリクス駆動の表示装置に比べて高くなるが、ある画素を駆動してい
ても他の画素は輝度情報を保持しつつ発光することができる。そのため、大面積または高
精細な表示装置には、ほとんどアクティブマトリクス駆動方式が用いられている。
【０００３】
アクティブマトリクス駆動の表示装置は、前述したように個々の画素において輝度情報を
保持する手段が設けられているが、この輝度情報がデジタル値か、アナログ値かで、さら
に分類することができる。輝度情報がデジタル値の場合、発光素子はオンまたはオフの２
値しか持てないため、表示画像も２階調しか出せないが、２値の画像を素早く何回も表示
することで多階調を表現する手法（時間階調法）が広く用いられている。また、輝度情報
がアナログ値の場合は、表示素子の輝度は中間値で制御できるため、多階調を表示すると
きに時間階調法は必ずしも必要ではない。
【０００４】
輝度情報がアナログ値のアクティブマトリクス駆動表示装置には、主なものとして液晶デ
ィスプレイが挙げられる。液晶ディスプレイは広く普及しているが、応答速度が遅く動画
表示に向かない、視野角依存性があるという問題点がある。また、表示素子が自発光型で
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はないためバックライトが必要となり、消費電力が大きいという問題もある。そのため、
液晶ディスプレイに替わる新たな表示装置の開発が望まれている。
【０００５】
一方、画素を発光ダイオード（ＬＥＤ）などの発光素子で形成した、いわゆる自発光型の
表示装置が注目を浴びている。このような自発光型の表示装置に用いられる発光素子とし
ては、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ
　Ｄｉｏｄｅ）、有機ＥＬ素子、エレクトロルミネッセンス（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉ
ｎｅｓｃｅｎｃｅ：ＥＬ）素子などとも言う）が注目を集めており、ＥＬディスプレイな
どに用いられるようになってきている。ＯＬＥＤなどの発光素子は自発光型であるため、
液晶ディスプレイに比べて画素の視認性が高く、バックライトが不要で応答速度が速い等
の利点がある。そのため、この有機ＥＬ素子を表示素子としたアクティブマトリクス駆動
表示装置の開発が、活発に行なわれている。
【０００６】
ここで、有機ＥＬ素子について説明する。有機ＥＬ素子の輝度は、流れる電流値によって
決まる。有機ＥＬ素子をアクティブマトリクス駆動するときの問題点は、主としてこの性
質による。すなわち、液晶ディスプレイのようにアナログ値の電圧を画素の輝度情報保持
手段（例えば、容量素子）に書き込む場合、液晶ディスプレイのように表示素子にかける
電圧をアナログ制御するのではなく、表示素子に流れる電流を制御する能動素子をアナロ
グ的に制御することになるのである。この能動素子は個々のＥＬ素子にそれぞれ設けられ
るため、能動素子の電気的特性が画素ごとにばらつけば、そのまま輝度のばらつきとして
現れてしまう。
【０００７】
以上のような状況から、有機ＥＬ素子のような電流駆動型の表示素子をアナログ値でアク
ティブマトリクス駆動する場合には、表示素子を駆動する能動素子の特性ばらつきを補償
することが重要である。その方法としては、例えば画素回路の構成を工夫し、電流入力型
とすることが挙げられる。
【０００８】
電流入力型の画素回路では、画素に入力する輝度情報として、アナログ電流を用いる。な
お、ここで言うアナログ電流とは、電流値を多段階で制御することのできる回路から出力
される電流の事を指す。このような周辺駆動回路で表示素子の輝度に対応してつくられた
アナログ電流（データ電流とも記す）を個々の画素の能動素子に流し、そのときの能動素
子にかかる電圧を保持しておく。そうすれば、データ電流の供給がなくなった後も、その
電流値を保持して表示素子に流し続けることができる。そのような画素回路の一例として
は、図８に示す回路が挙げられる。図８に示す回路は、第１の電源線ＡＮＯＤＥ、第２の
電源線ＣＡＴＨＯＤＥ、データ電流Ｉｄａｔａを流すための電流源、データ電流Ｉｄａｔ
ａが流れる配線ＤＡＴＡ、表示素子１０、駆動トランジスタＴｒ１、輝度情報保持手段と
しての容量素子Ｃｓ、駆動トランジスタＴｒ１のゲート電極とドレイン電極の接続をオン
・オフするためのスイッチＴｒ２、駆動トランジスタＴｒ１にＩｄａｔａを流す画素を選
択するためのスイッチＴｒ３、表示素子１０と駆動トランジスタＴｒ１のドレイン電極と
の接続をオン・オフするスイッチＴｒ４、を有する。
【０００９】
電流入力型の画素回路は、能動素子の特性に関わらず、データ電流をそのまま表示素子に
流し続けることができるため、電流駆動型の表示素子をアクティブマトリクス駆動するの
に適した回路となる。しかし、有機ＥＬ素子のように、表示素子の駆動時の電流値が非常
に小さい表示素子の場合、図８に示す回路は、データ電流の大きさと表示素子１０の駆動
時の電流値が１対１に対応しているため、データ電流を駆動トランジスタＴｒ１に流した
ときに、容量素子Ｃｓに充電するための時間（プログラム時間とも記す）が非常に長くな
ってしまうという問題点があった。
【００１０】
そのため、表示素子の駆動時の電流値に対するデータ電流の大きさを、画素回路にキャパ
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シタを追加することで大きくできる電流入力型の画素回路が提案されている（特許文献１
参照）。
【特許文献１】特開２００４－３１０００６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
従来技術の画素回路の一例として、特許文献１の図５に対応した画素回路を、図９に示す
（なお、特許文献１による符号が変更されている）。図９の回路構成は、図８に、直列に
接続された閾値保持用キャパシタＣｔと容量接続用スイッチＴｒ６が追加された画素回路
に相当する。
【００１２】
特許文献１には、データ電流対応電圧（Ｖｇｓ（ｄａｔａ）とも記す）保持用キャパシタ
ＣｓにＶｇｓ（ｄａｔａ）を保持する前に、あらかじめ閾値保持用キャパシタＣｔに駆動
トランジスタＴｒ１の閾値電圧を保存しておき、ＣｓにＶｇｓ（ｄａｔａ）を保持した後
にＣｔとＣｓを接続することで、表示素子の駆動時の電流値よりもデータ電流値を大きく
することができる旨が示されている。そして、その倍率は、Ｃｓの静電容量値に対するＣ
ｔの静電容量値の増加に伴い大きくなるため、データ電流を大きくすることで、プログラ
ム時間を短縮できることが記載されている。なお、表示素子の駆動時の電流値（Ｉｏｌｅ
ｄ）とデータ電流（Ｉｄａｔａ）の関係は、数式１のように表される。
【００１３】
【数１】

【００１４】
ひとつの画素にデータ電流を書き込むのにかけられる時間は、１フレーム期間（約６０分
の１秒）を走査線本数で割った値となり、例えば３２０本の走査線がある表示装置では約
５０μ秒である。それに対し、数十ｎＡ程度の駆動電流となる表示素子（例えば、ＥＬ素
子）で、データ電流の大きさも数十ｎＡ程度だった場合は、データ線の寄生容量を十分に
充電するためには、数ｍｓの時間が必要となってしまう。充電に要する時間は電流値に比
例するため、一つの画素に書き込む時間を数十μ秒以内に収めるには、データ電流は表示
素子に流す電流値の約１００倍は必要になる計算となる。すなわち、特許文献１に記載さ
れている方法でデータ電流を書き込む場合、閾値保持用キャパシタＣｔの静電容量値は、
Ｖｇｓ（ｄａｔａ）保持用キャパシタＣｓに対して、１０倍程度は必要である。ここで、
Ｖｇｓ（ｄａｔａ）を保持するために、Ｃｓにはある程度の静電容量値が必要なので、よ
りデータ電流を大きくするには、Ｃｔの面積をより大きくしなければならない。
【００１５】
ところが、Ｃｔの面積を大きくするにつれて、画素の面積に対するＣｔの面積が増大する
ため、その分、画素の面積に対する表示素子の発光領域が占める面積（開口率とも記す）
が低下してしまう。ＣｔがＣｓの１０倍程度必要だとすると、開口率の低下は深刻なもの
となる。開口率の低下により、開口率が大きいときに比べて、表示素子に同じ電圧をかけ
て同じ電流密度の電流を流したとしても、開口率が小さいので、その分輝度が小さくなっ
てしまう。また、同じ輝度を出すためには、その分大きな電流密度の電流を表示素子に流
すために高い電圧を表示素子にかける必要があるので、消費電力が増加してしまう。その
上、表示素子に大きな電流密度の電流を流すと、信頼性、寿命の点でも問題となる。
【００１６】
このように、特許文献１の画素構成を用いてプログラム時間を通常使用される時間範囲の
中に収めるために短くしようとすれば、Ｃｔを大きくする必要があるため、画素の開口率
が低下してしまう。画素の開口率が低下すると、輝度、消費電力、信頼性、寿命など様々
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な問題を引き起こす。
【００１７】
本発明は、このような問題点に鑑みて、プログラム時間を短くしつつ、画素の開口率を大
きくできる電流入力型画素回路を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
上記課題を鑑み本発明は、表示素子を容量素子として機能させることを特徴とする。該容
量素子には、表示素子を駆動するためのトランジスタの閾値電圧を書き込むことができる
。そのため、閾値保持用キャパシタを設けることなく、トランジスタの閾値電圧を書き込
むことができる。
【００１９】
以下に、本発明の具体的な構成について説明する。
【００２０】
本発明の一形態は、データ電流を流すための複数のデータ線と、選択信号を伝達する複数
の走査線と、データ線と走査線に接続された画素回路を複数有する画素部とを有し、画素
回路は、データ電流に対応した輝度で発光する表示素子と、データ電流を表示素子に供給
し、ソース電極およびドレイン電極とゲート電極を有する第１のトランジスタと、表示素
子の陽極と同電位となる高電位側の第１の電源線と、表示素子の陰極と同電位となる低電
位側の第２の電源線と、第１のトランジスタのソース電極とゲート電極間の電圧を保持す
る第１の容量素子と、第１のトランジスタのドレイン電極とゲート電極との接続を選択す
る第２のトランジスタと、データ線と画素回路との接続を選択することによって、データ
電流を書き込む画素回路を選択する第３のトランジスタと、第１のトランジスタと表示素
子との接続を選択する第４のトランジスタと、容量素子と表示素子との接続を選択する第
５のトランジスタと、を有し、表示素子は、第２の容量素子として機能することを特徴と
する表示装置である。
【００２１】
本発明の別形態は、データ電流を流すための複数のデータ線と、選択信号を伝達する複数
の走査線と、データ線と走査線に接続された画素回路を複数有する画素部とを有し、画素
回路は、データ電流に対応した輝度で発光する表示素子と、データ電流を表示素子に供給
し、ソース電極およびドレイン電極とゲート電極を有する第１のトランジスタと、いずれ
か一方は、電位が変化する第１の電源線および第２の電源線と、第１のトランジスタのソ
ース電極とゲート電極間の電圧を保持する第１の容量素子と、第１のトランジスタのドレ
イン電極とゲート電極との接続を選択する第２のトランジスタと、データ線と画素回路と
の接続を選択することによって、データ電流を書き込む画素回路を選択する第３のトラン
ジスタと、第１のトランジスタと表示素子との接続を選択する第４のトランジスタと、第
１の容量素子と表示素子との接続を選択する第５のトランジスタと、を有し、表示素子は
、第２の容量素子として機能することを特徴とする表示装置である。
【００２２】
本発明の別形態は、データ線駆動回路と、データ線駆動回路に接続された複数のデータ線
と、走査線駆動回路と、走査線駆動回路に接続された複数の走査線と、データ線と走査線
に接続された画素回路を複数有する画素部とを有し、画素回路は、データ線から供給され
るデータ電流に対応した輝度で発光する表示素子と、データ電流を表示素子に供給し、ソ
ース電極およびドレイン電極とゲート電極を有する第１のトランジスタと、いずれか一方
は、電位が変化する第１の電源線および第２の電源線と、第１のトランジスタのソース電
極とゲート電極間の電圧を保持する第１の容量素子と、走査線駆動回路により制御され、
第１のトランジスタのドレイン電極とゲート電極との接続を選択する第２のトランジスタ
と、データ線と画素回路との接続を選択することによって、データ電流を書き込む画素回
路を選択する第３のトランジスタと、第１のトランジスタと表示素子との接続を選択する
第４のトランジスタと、第１の容量素子と表示素子との接続を選択する第５のトランジス
タと、を有し、表示素子は、第２の容量素子として機能することを特徴とする表示装置で
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ある。
【００２３】
本発明の別形態は、第１のトランジスタと、前記第１のトランジスタに接続された第２の
トランジスタと、前記第１のトランジスタと電流源の間に設けられた第３のトランジスタ
と、表示素子と、前記表示素子と、前記第１のトランジスタの間に設けられた第４のトラ
ンジスタ及び第５のトランジスタと、を有し、１フレーム期間内には、前記表示素子に電
荷を蓄積する閾値書込期間の後に、前記表示素子を発光させる発光期間を有し、前記閾値
書込期間において、前記第１のトランジスタはオン、前記第２のトランジスタはオン、前
記第３のトランジスタはオフ、前記第４のトランジスタはオフ、前記第５のトランジスタ
はオンとなっており、前記発光期間において、前記第２のトランジスタはオフ、前記第３
のトランジスタはオフ、前記第４のトランジスタはオン、前記第５のトランジスタはオフ
となっていることを特徴とする表示装置の駆動方法。
【００２４】
本発明の別形態は、第１のトランジスタと、前記第１のトランジスタに接続された第２の
トランジスタと、前記第１のトランジスタと電源線に接続された容量素子と、前記第１の
トランジスタと電流源の間に設けられた第３のトランジスタと、表示素子と、前記表示素
子と、前記第１のトランジスタの間に設けられた第４のトランジスタ及び第５のトランジ
スタと、を有し、１フレーム期間内には、前記表示素子と前記容量素子に電荷を分配する
Ｃｓ書き換え期間の後に、前記表示素子を発光させる発光期間を有し、前記Ｃｓ書き換え
期間において、前記第２のトランジスタはオフ、前記第３のトランジスタはオフ、前記第
４のトランジスタはオフ、前記第５のトランジスタはオンとなっており、前記発光期間に
おいて、前記第２のトランジスタはオフ、前記第３のトランジスタはオフ、前記第４のト
ランジスタはオン、前記第５のトランジスタはオフとなっていることを特徴とする表示装
置の駆動方法。
【００２５】
本発明の別形態は、第１のトランジスタと、前記第１のトランジスタに接続された第２の
トランジスタと、前記第１のトランジスタと電流源の間に設けられた第３のトランジスタ
と、表示素子と、前記表示素子と、前記第１のトランジスタの間に設けられた第４のトラ
ンジスタ及び第５のトランジスタと、を有し、１フレーム期間内には、前記表示素子に電
荷を蓄積する閾値書込期間の後に、前記表示素子を発光させる発光期間を有し、前記閾値
書込期間において、前記第１のトランジスタはオン、前記第２のトランジスタはオン、前
記第３のトランジスタはオフ、前記第４のトランジスタはオフ、前記第５のトランジスタ
はオンであり、且つ前記表示素子の陰極側の電源線の電位は前記表示素子の陽極側の電源
線の電位と同じ又はほぼ同じになっており、前記発光期間において、前記第１のトランジ
スタはオン、前記第２のトランジスタはオフ、前記第３のトランジスタはオフ、前記第４
のトランジスタはオン、前記第５のトランジスタはオフであり、且つ前記表示素子の陰極
側の電源線の電位は前記表示素子の陽極側の電源線の電位よりも低くなっていることを特
徴とする表示素子の駆動方法。
【００２６】
本発明の別形態は、第１のトランジスタと、前記第１のトランジスタに接続された第２の
トランジスタと、前記第１のトランジスタと電源線に接続された容量素子と、前記第１の
トランジスタと電流源の間に設けられた第３のトランジスタと、表示素子と、前記表示素
子と、前記第１のトランジスタの間に設けられた第４のトランジスタ及び第５のトランジ
スタと、を有し、１フレーム期間内には、前記表示素子と前記容量素子に電荷を分配する
Ｃｓ書き換え期間の後に、前記表示素子を発光させる発光期間を有し、前記Ｃｓ書き換え
期間において、前記第２のトランジスタはオフ、前記第３のトランジスタはオフ、前記第
４のトランジスタはオフ、前記第５のトランジスタはオンであり、且つ前記表示素子の陰
極側の電源線の電位は前記表示素子の陽極側の電源線の電位と同じ又はほぼ同じになって
おり、前記Ｃｓ書き換え期間後の発光期間において、前記第２のトランジスタはオフ、前
記第３のトランジスタはオフ、前記第４のトランジスタはオン、前記第５のトランジスタ
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はオフとなり、且つ前記表示素子の陰極側の電源線の電位は前記表示素子の陽極側の電源
線の電位よりも低くなっていることを特徴とする表示素子の駆動方法。
【００２７】
　本発明において第１乃至第５のトランジスタは、同一極性を有することを特徴とする表
示装置の駆動方法。
【００２８】
本発明において第１のトランジスタの極性はＰチャネル型であり、第１のトランジスタの
ソース電極及びドレイン電極のうち、表示素子が発光しているときの電位が高い方の電極
と、第１の電源線とが接続される。
【００２９】
本発明において第１のトランジスタの極性はＮチャネル型であり、第１のトランジスタの
ソース電極及びドレイン電極のうち、表示素子が発光しているときの電位が低い方の電極
と、第１の電源線とが接続される。
【００３０】
　本発明の別形態は、第１の配線と、第２の配線と、駆動装置と、表示素子と、スイッチ
素子と、を有し、前記第１の配線は、前記駆動装置と電気的に接続され、前記第２の配線
は、前記表示素子と電気的に接続され、前記駆動装置と前記表示素子は、前記スイッチ素
子を介して電気的に接続されていることを特徴とする表示装置である。
【００３１】
　本発明の別形態は、第１の配線と、第２の配線と、駆動装置と、表示素子と、スイッチ
素子と、容量素子と、を有し、前記駆動装置は、前記第１の配線と電気的に接続され、前
記容量素子の第１の電極は、前記第１の配線と電気的に接続され、前記容量素子の第２の
電極は、前記駆動装置と電気的に接続され、前記表示素子の第１の電極は、前記第２の配
線と電気的に接続され、前記表示素子の第２の電極と前記容量素子の第２の電極は、前記
スイッチ素子を介して電気的に接続されていることを特徴とする表示装置である。
【００３２】
　第１の配線と、第２の配線と、駆動装置と、表示素子と、第１のスイッチ素子と、第２
のスイッチ素子と、容量素子と、を有し、前記駆動装置は、前記第１の配線と電気的に接
続され、前記容量素子の第１の電極は、前記第１の配線と電気的に接続され、前記容量素
子の第２の電極は、前記駆動装置と電気的に接続され、前記表示素子の第１の電極は、前
記第２の配線と電気的に接続され、前記表示素子の第２の電極と前記駆動装置は、前記第
１のスイッチ素子を介して電気的に接続され、前記表示素子の第２の電極と前記容量素子
の第２の電極は、前記第２のスイッチ素子を介して電気的に接続されていることを特徴と
する表示装置である。
【００３３】
　本発明において、前記駆動装置はトランジスタである。
【００３４】
　本発明の別形態は、１フレーム期間内に、第１乃至第４の期間を有する表示装置の駆動
方法であって、前記表示装置は、第１の容量素子と、表示素子と、第１乃至第５のトラン
ジスタと、第１及び第２の配線と、を有し、前記第１の期間において、前記表示素子に電
荷を蓄積し、前記第２の期間において、前記第１の容量素子に電荷を蓄積し、前記第３の
期間において、前記第１の容量素子の一方の電極と前記第１の配線とを電気的に接続し、
前記第１の容量素子の他方の電極と前記第５のトランジスタの第１の端子とを電気的に接
続し、前記第５のトランジスタの第２の端子と前記表示素子の一方の電極とを電気的に接
続し、前記表示素子の他方の電極と前記第２の配線とを電気的に接続し、前記第５のトラ
ンジスタをオンにすることにより、前記表示素子に蓄積された電荷と前記第１の容量素子
に蓄積された電荷とを前記表示素子と前記容量素子に分配し、前記第４の期間において、
前記第１のトランジスタの第１の端子と前記第１の配線とを電気的に接続し、前記第１の
トランジスタの第２の端子と前記第４のトランジスタの第１の端子とを電気的に接続し、
前記第４のトランジスタと前記表示素子の一方の電極とを電気的に接続し、前記表示素子
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の他方の電極と前記第２の配線に電気的に接続し、前記第１及び第４のトランジスタをオ
ンにすることにより、前記表示素子を発光させることを特徴とする表示装置の駆動方法で
ある。
【００３５】
本発明において、前記第１乃至第３の期間では、表示素子の陰極側に接続された第１の配
線の電位は、陽極側に接続された第２の配線の電位と、同じ又はほぼ同じであり、第４の
期間では、表示素子の陰極側に接続された第１の配線の電位は、陽極側に接続された第２
の配線の電位より低くなる。
【００３６】
本発明において、表示素子は第２の容量素子としても機能する。
【００３７】
本発明において、第１の配線及び第２の配線のいずれか一方は、電位が変化する。
【００３８】
本発明において第１乃至第５のトランジスタは、同一極性を有することができる。
【００３９】
本発明において第１のトランジスタの極性はＰチャネル型である。
【００４０】
本発明において第１のトランジスタの極性はＮチャネル型である。
【発明の効果】
【００４１】
以上のように、閾値保持用キャパシタＣｔを表示素子の容量Ｃｅｌで代替することによっ
て、Ｃｔを配置することなく、表示素子の駆動電流に対してデータ電流を大きくできる。
また、Ｃｔを画素内に配置しない分、開口率を大きくすることができる。また、開口率を
大きくすると、表示素子の容量Ｃｅｌが大きくなるため、さらにデータ電流を大きくする
ことができる。このように、開口率の増加がデータ電流の増加につながるため効果が相乗
し、絶大な効果を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
以下に、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。ただし、本発明は多くの異なる
態様で実施することが可能であり、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその
形態及び詳細を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本実
施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。
【００４３】
なお本明細書において接続とは、特に記載のない限り電気的な接続を意味する。逆に切り
離すとは、接続していないで電気的に分離している状態を意味する。
【００４４】
（実施の形態１）
本実施の形態では、まず本発明にかかる表示装置を、図３を参照しながら説明する。本発
明にかかる表示装置は、周辺駆動回路としてのデータ線駆動回路３０２と、走査線駆動回
路３０３と、データ線駆動回路３０２によって駆動されるｎ本のデータ線（Ｘ１～Ｘｎ）
（ｎは整数）と、走査線駆動回路３０３によって駆動されるｍ本の走査線（Ｙ１～Ｙｍ）
（ｍは整数）と、複数のｍ本の走査線とｎ本のデータ線の交差する位置に配置される複数
の画素回路３０４と、前記複数の画素回路３０４を有する画素部３０１と、を備える。走
査線には、選択信号が伝達され、データ線には画像信号を表すデータ電流が流れる。なお
、図３では一つの画素回路３０４に対し１本のデータ線及び走査線を備える場合を示して
いるが、本発明においてはこれに限らず、一つの画素回路３０４に対して複数の走査線お
よびデータ線を備えていても良い。こうすることで、同時にデータ電流を書き込むことの
できる画素の数が増え、書き込みにかかる時間を低減できる。また本発明において、駆動
回路の数は限定されず、複数のデータ線駆動回路や複数の走査線駆動回路を設けることが
できる。
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【００４５】
次に、画素回路３０４の構成について、図１を参照して説明する。複数の画素回路３０４
はそれぞれ、第１の電源線ＡＮＯＤＥと、第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥと、データ電流Ｉ
ｄａｔａを流すデータ線ＤＡＴＡと、容量素子Ｃｅｌとしても機能する表示素子と、デー
タ電流Ｉｄａｔａを書き込む画素を選択するスイッチ素子Ｔｒ３と、表示素子と直列に接
続され、表示素子に流れる電流を制御する第１のトランジスタ（駆動トランジスタとも記
す）Ｔｒ１と、駆動トランジスタＴｒ１のゲート電極に接続され、駆動トランジスタＴｒ
１にデータ電流Ｉｄａｔａを流したときに、その電流値を流すだけの駆動トランジスタＴ
ｒ１のゲートとソースとの間電圧（ゲート－ソース間電圧）Ｖｇｓ（ｄａｔａ）を保持す
る容量素子Ｃｓと、駆動トランジスタＴｒ１のゲート－ドレイン間の接続をオン又はオフ
とするスイッチ素子Ｔｒ２と、表示素子と直列に接続され、表示素子と駆動トランジスタ
Ｔｒ１の接続をオン又はオフとするスイッチ素子Ｔｒ４と、容量素子Ｃｓと表示素子の接
続をオン又はオフとするスイッチ素子Ｔｒ５と、を備える。また表示素子としてＥＬ素子
２０を有し、図中発光ダイオードと容量素子とを有するような回路図となっているが、Ｅ
Ｌ素子２０が発光する機能と容量素子の機能の両機能を有する。本発明の画素回路は、Ｅ
Ｌ素子の容量素子Ｃｅｌにより閾値保持用キャパシタＣｔを設けることなく、駆動トラン
ジスタＴｒ１の閾値電圧を蓄積することができる。なお画素回路３０４において、第１の
電源線ＡＮＯＤＥの電位と、第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥの電位を動かすことによって表
示装置を駆動することができる。なお、第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥは全ての画素回路に
共通に接続することができる。
【００４６】
スイッチとして機能する素子は、様々な形態のものを用いることができ、一例として、電
気的スイッチや機械的なスイッチなどがある。つまり、電流の流れを制御できるものであ
ればよく、特定のものに限定されず、様々なものを用いることができる。例えば、トラン
ジスタでもよいし、ダイオード（ＰＮダイオード、ＰＩＮダイオード、ショットキーダイ
オード、ダイオード接続のトランジスタなど）でもよいし、それらを組み合わせた論理回
路でもよい。よって、スイッチとしてトランジスタを用いる場合、薄膜トランジスタ（Ｔ
ＦＴとも記す）を用いることができる。また駆動トランジスタとしても、薄膜トランジス
タを用いることができる。トランジスタをスイッチとして用いるときは、トランジスタの
極性（導電型）はＰチャネル型でも、Ｎチャネル型でも良く、全て同一極性であってもよ
い。一般的に、Ｐチャネル型トランジスタは信頼性が高く、Ｎチャネル型トランジスタは
オン電流が大きい。これらに基づき、いずれの極性を適用するか決定することができる。
ただし、オフ電流が少ない方が望ましい場合、オフ電流が少ない方の極性のトランジスタ
を用いることが望ましい。オフ電流が少ないトランジスタとしては、ＬＤＤ領域を設けて
いるものやマルチゲート構造にしているもの等がある。また、スイッチとして動作させる
トランジスタのソース端子の電位が、低電位側電源（Ｖｓｓ、ＧＮＤ、０Ｖなど）に近い
状態で動作する場合はＮチャネル型を、反対に、ソース端子の電位が、高電位側電源（Ｖ
ｄｄなど）に近い状態で動作する場合はＰチャネル型を用いることが望ましい。なぜなら
、ゲートソース間電圧の絶対値を大きくできるため、スイッチとして、動作しやすいから
である。なお、Ｎチャネル型とＰチャネル型の両方を用いて、ＣＭＯＳ型のスイッチにし
てもよい。ＣＭＯＳ型のスイッチにすると、入力電圧が出力電圧に対して、高かったり、
低かったりして、状況が変化する場合においても、適切に動作を行うことが出来る。
【００４７】
ただし、ＥＬ素子に流れる電流を制御する駆動トランジスタＴｒ１の極性は、ＥＬ素子２
０が発光するときの駆動トランジスタＴｒ１に接続されている第１の電源線ＡＮＯＤＥの
電位によって決まる。例えば、図１のように、ＥＬ素子２０の陽極が駆動トランジスタＴ
ｒ１に接続されているときは、発光するとき、電流の経路は第１の電源線ＡＮＯＤＥ、駆
動トランジスタＴｒ１、ＥＬ素子２０の順である。このとき、駆動トランジスタＴｒ１に
接続される第１の電源線ＡＮＯＤＥが、この経路の中で一番高い電位を持つ。第１の電源
線ＡＮＯＤＥが高い電位を持てば駆動トランジスタＴｒ１はＰチャネル型、低い電位を持
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つならば駆動トランジスタＴｒ１はＮチャネル型となる。それは、飽和領域で動作するト
ランジスタを流れる電流値はそのゲート－ソース間電圧によって変わるため、電流値を一
定にするならば、ソース電極が電源線に接続されているほうが電流値を制御しやすいから
である。なお、ソース電極とは、トランジスタのソース電極及びドレイン電極のうち、Ｐ
チャネル型トランジスタの場合は高電位側の電極、Ｎチャネル型トランジスタの場合は低
電位側の電極を指す。
【００４８】
駆動トランジスタＴｒ１とそれぞれのスイッチ用トランジスタの極性が一致している必要
は必ずしもないが、トランジスタの極性がどちらかに統一されていれば、トランジスタを
作製するプロセスの数が減少するため、コストの面で有利である。
【００４９】
また、大面積で安価に作製できるアモルファスシリコンＴＦＴを駆動トランジスタＴｒ１
および各スイッチ素子に利用できるため、コストの面でさらに有利である。アモルファス
シリコンＴＦＴを用いる場合、トランジスタの極性は、全てＮチャネル型とするとよい。
図７には、図１に示した画素回路において全てＮチャネル型のトランジスタを用いた画素
回路を示す。
【００５０】
なお、本実施形態では、スイッチ用トランジスタと駆動トランジスタの極性は、全てＰチ
ャネル型として説明する。
【００５１】
次に、図１に示す本実施形態の画素回路の駆動方法について、図２を参照して説明する。
図２は、データ線ＤＡＴＡ、第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥ、スイッチ用トランジスタＴｒ
２、Ｔｒ３、Ｔｒ４、Ｔｒ５のゲート電極のそれぞれの電位の変化を、横軸を時間として
表したタイミングチャートである。
【００５２】
本実施形態における表示装置の駆動は、１フレーム期間２０１を１単位とし、１フレーム
期間２０１は初期化期間２０２、閾値書込期間２０３、アドレス期間２０４、発光期間２
０５を有するように構成されている。ここで、初期化期間２０２とは、閾値書込期間２０
３での閾値書込動作を確実に行なえるようにするために設ける期間のことである。また、
閾値書込期間２０３とは、ＥＬ素子２０による容量素子Ｃｅｌに駆動トランジスタＴｒ１
の閾値電圧を書き込むための期間である。また、アドレス期間２０４とは、全ての画素に
データ電流の書き込みを行なう期間のことである。なお、駆動トランジスタＴｒ１の閾値
電圧を書き込んだＥＬ素子２０の容量素子Ｃｅｌを、データ電流Ｉｄａｔａに対応した駆
動トランジスタＴｒ１のゲートとソースとの間電圧（ゲート－ソース間電圧と記す）：Ｖ
ｇｓ（ｄａｔａ）を書き込んだ容量素子Ｃｓと接続し電荷を分配することで、大きなデー
タ電流で画素にデータ電流を書き込むことができる。また、発光期間２０５とは、アドレ
ス期間２０４で書き込みを行なったデータ電流にしたがって、ＥＬ素子２０を発光させる
期間のことである。
【００５３】
まず、各信号線の電位について説明する。データ線ＤＡＴＡの電位は、初期化期間２０２
においては、第１の電源線ＡＮＯＤＥよりも駆動トランジスタＴｒ１の閾値電圧の絶対値
以上低い値であればよい。これを満たさない場合、閾値書込期間２０３において駆動トラ
ンジスタＴｒ１のゲート－ソース間電圧が閾値電圧以上にならないため駆動トランジスタ
Ｔｒ１がオンせず、ＥＬ素子２０の容量素子Ｃｅｌに電流が流れないため、閾値電圧を書
き込むことができないからである。なお、駆動トランジスタＴｒ１がＮチャネル型である
場合は、初期化期間２０２のデータ線ＤＡＴＡの電位は、第１の電源線ＡＮＯＤＥよりも
駆動トランジスタＴｒ１の閾値電圧の絶対値以上高い値であれば良い。
【００５４】
データ線ＤＡＴＡの電位は、アドレス期間２０４においては、画像データからの輝度情報
に従って周辺駆動回路で生成されたデータ電流の値と、駆動トランジスタＴｒ１の電気的
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特性に従って決定される。つまり、その時々でデータ線ＤＡＴＡの電位は様々に変わるも
のであるため、図２においては値を決定していない。また、発光期間２０５におけるデー
タ線ＤＡＴＡの電位は、ＥＬ素子２０の状態に影響しないので、任意である。すなわち、
データ線ＤＡＴＡの電気的状態を電位で決めるのは、初期化期間２０２のみであっても良
い。
【００５５】
初期化期間２０２、閾値書込期間２０３、およびアドレス期間２０４において、第２の電
源線ＣＡＴＨＯＤＥの電位は高く、第１の電源線ＡＮＯＤＥと同じ又は概ね同じであれば
良い。また、発光期間においては、第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥの電位は低く、そのとき
の電位は第１の電源線ＡＮＯＤＥよりも低く、スイッチ素子Ｔｒ４がオンしているときに
駆動トランジスタＴｒ１が飽和領域で動作する電位であればよい。
【００５６】
図２において第１の電源線ＡＮＯＤＥの電位に関しては図示していないが、消費電力やノ
イズを小さくする観点から、一定電位であることが好ましい。
【００５７】
スイッチ用トランジスタＴｒ２、Ｔｒ３、Ｔｒ４、Ｔｒ５に入力する信号の電位に関して
は、スイッチ素子が十分オンまたはオフする電位（線形領域で動作する電位）であれば良
いが、消費電力やノイズを小さくする観点から、スイッチとしての機能を損なわない程度
に、ゲート電極に加える信号の振幅は小さいほど好ましい。
【００５８】
図２のタイミングチャートに示すような入力信号によって、図１の画素は以下のように動
作する。まず、前フレームの発光期間２０５Ａから、当該フレームの初期化期間２０２へ
移行する。そのとき、第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥの電位は第１の電源線ＡＮＯＤＥの電
位まで上げられる。それとほぼ同時に、点Ａと、データ線ＤＡＴＡと、駆動トランジスタ
Ｔｒ１のゲート電極とドレイン電極が電気的に接続されるようにスイッチ素子を切り換え
、かつ、データ線ＤＡＴＡの電位を、第１の電源線ＡＮＯＤＥの電位よりも駆動トランジ
スタＴｒ１の閾値電圧の絶対値以上低い値に設定する。この状態を実現するための各スイ
ッチ素子の状態は任意であるが、例えば図２の初期化期間２０２に示されるように、スイ
ッチ素子Ｔｒ２、Ｔｒ３、Ｔｒ５をオンとし、Ｔｒ４をオフとなる状態とすれば良い。こ
のような状態を実現することで、点Ａおよび駆動トランジスタＴｒ１のゲート電極および
ドレイン電極の電位が、第１の電源線ＡＮＯＤＥの電位よりも駆動トランジスタＴｒ１の
閾値電圧の絶対値以上低い値に初期化される。
【００５９】
なお、初期化期間２０２では、点Ａの電位よりも第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥの電位のほ
うが低い（逆バイアスとも記す）ため、ＥＬ素子２０に順方向電流は流れず、発光しない
。また、逆バイアスをかけることで、ＥＬ素子２０の寿命が長くなり、信頼性が向上する
という利点もある。
【００６０】
逆バイアスをＥＬ素子２０へ印加する結果、ＥＬ素子２０の不良状態を改善し、信頼性を
向上させることができる。また、ＥＬ素子２０は、異物の付着や、陽極又は陰極にある微
細な突起によるピンホール、電界発光材料の成膜の不均一性を起因として、陽極と陰極が
ショートする初期不良が生じることがある。このような初期不良が発生すると、信号に応
じた点灯及び非点灯が行われず、電流のほとんどがショートした素子を流れてしまう。そ
の結果、画像の表示が良好に行われないという問題が発生する。また、この不良は任意の
画素に生じる恐れがある。
【００６１】
そこで本実施の形態のように、ＥＬ素子２０に逆バイアスを印加すると、ショートした部
分に局所的な電流が流れ、該ショートした部分が発熱し、酸化又は炭化させることができ
る。その結果、ショートした部分を絶縁化させることができ、その部分以外の領域に電流
が流れ、ＥＬ素子２０として正常に動作させることが可能となる。このように逆バイアス
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を印加することにより、初期不良が生じても、その不良を解消することができる。なお、
このような短絡部の絶縁化は、出荷前に行うことも可能である。例えば、全ての画素のス
イッチ素子Ｔｒ３およびＴｒ４をオンし、データ線ＤＡＴＡの電位を第２の電源線ＣＡＴ
ＨＯＤＥよりも低い電位にすることで、出荷前においても逆バイアスの印加ができる。
【００６２】
また、初期不良だけでなく、時間の経過に伴い、新たに陽極と陰極のショートが発生する
ことがある。このような不良は、進行性不良とも呼ばれる。そこで本発明のように、定期
的にＥＬ素子２０に逆バイアスを印加することにより、進行性不良が生じても、その不良
を解消することができ、ＥＬ素子２０として、正常に動作させることが可能となる。
【００６３】
加えて、逆バイアスを印加することによって、画像の焼き付きを防止することができる。
画像の焼き付きとは、ＥＬ素子２０の劣化状態により生じるが、逆バイアスを印加するこ
とにより、劣化状態を低減させることができる。その結果、画像の焼き付きを防止するこ
とができる。
【００６４】
また一般にＥＬ素子２０の劣化は、初期に大きく進み、時間と共に劣化の進行度合いが少
なくなってくる。すなわち画素において、一度劣化したＥＬ素子２０は、さらなる劣化が
生じにくい。その結果、ＥＬ素子２０の劣化状態にバラツキが生じる。これを解消するた
め、出荷前、又は画像を表示しないとき等に、すべてのＥＬ素子２０を点灯させてもよい
。このとき劣化していない素子にも劣化を生じさせることができ、全素子の劣化状態を平
均化することができる。
【００６５】
なお、第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥの電位を上げるタイミングと、各スイッチ素子を切り
換えるタイミングは、先に第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥの電位を上げてから、各スイッチ
素子を切り換えても良いし、点Ａの電位が大きく変動しないように、先に各スイッチ素子
を切り換えてから、第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥの電位を上げても良い。これは第２の電
源線ＣＡＴＨＯＤＥに接続されている寄生容量が大きいため、電位が安定するまでにかか
る時間を考慮するからである。なお、この初期化期間２０２を設ける目的は、次に述べる
閾値書込期間２０３での閾値書込動作を確実に行なえるようにするためのものであるため
、閾値書込動作が確実に行なわれるならば、必ずしも初期化期間２０２を設ける必要はな
い。しかし、第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥの電位を上げることによって、点Ａの電位も変
動するので、確実に閾値書込を行なうためには初期化期間２０２を設けるほうが好ましい
といえる。また本実施の形態では、データ線ＤＡＴＡを用いて初期化する場合を説明した
が、初期化にデータ線ＤＡＴＡを使用せず、専用の電源線や走査線等の別の配線を使用す
ることもできる。
【００６６】
次に、点Ａの電位を第１の電源線ＡＮＯＤＥの電位よりも駆動トランジスタＴｒ１の閾値
電圧の絶対値分よりも低い値にした上で、容量素子Ｃｅｌの両端の電極にかかる電圧を駆
動トランジスタＴｒ１の閾値電圧にするための期間（閾値書込期間２０３に相当する）に
移行する。このとき、点Ａと、駆動トランジスタＴｒ１のゲート電極とドレイン電極が電
気的に接続され、かつ、点Ａおよび駆動トランジスタＴｒ１のゲート電極およびドレイン
電極が浮遊状態になるように、スイッチ素子を切り換える。この状態を実現するための各
スイッチ素子の状態は任意であるが、例えば図２の閾値書込期間２０３に示されるように
、スイッチ素子Ｔｒ２、Ｔｒ５をオンとし、Ｔｒ３、Ｔｒ４はオフとなる状態とする。こ
のような状態を実現することで、駆動トランジスタＴｒ１を通して、電流が第１の電源線
ＡＮＯＤＥから容量素子Ｃｓに流れ込む。そして、駆動トランジスタＴｒ１のゲート－ソ
ース間電圧が駆動トランジスタＴｒ１の閾値電圧となったところで駆動トランジスタＴｒ
１はオフし、電流が流れなくなる。
【００６７】
このときの点Ａおよび駆動トランジスタＴｒ１のゲート電極およびドレイン電極は電気的
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に接続されているので、点Ａの電位は、第１の電源線ＡＮＯＤＥの電位よりも駆動トラン
ジスタＴｒ１の閾値電圧の絶対値だけ低い値となる。このときの容量素子Ｃｓの両端の電
極にかかる電圧は、駆動トランジスタＴｒ１の閾値電圧となる。一方、第２の電源線ＣＡ
ＴＨＯＤＥの電位に関わらず、点Ａの電位は第１の電源線ＡＮＯＤＥの電位から駆動トラ
ンジスタＴｒ１の閾値電圧だけ小さい電位となるため、容量素子Ｃｅｌの両端の電極にか
かる電圧は、第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥの電位が第１の電源線ＡＮＯＤＥの電位と同じ
又は概ね同じであれば、駆動トランジスタＴｒ１の閾値電圧となる。また、第２の電源線
ＣＡＴＨＯＤＥの電位が変動すると点Ａの電位も変動するため、第２の電源線ＣＡＴＨＯ
ＤＥの電位は初期化期間２０２から変化させないことが好ましい。
【００６８】
次に、走査線ごとにデータ電流を書き込む期間を有するアドレス期間２０４に移行する。
アドレス期間２０４において、当該画素を選択する前の期間を書込開始前期間２０６と記
し、当該画素にデータ電流を書き込む期間をデータ書込期間２０７と記し、当該画素の容
量素子Ｃｓにかかる電圧を容量素子Ｃｅｌに保持した電圧によって書き換える期間をＣｓ
書き換え期間２０８と記し、Ｃｓ書き換え期間を終了した後を書込終了後期間２０９と記
す。本発明の画素回路は、閾値保持用キャパシタＣｔを設けることなく、ＥＬ素子２０の
容量素子Ｃｅｌを適用することを特徴とし、画素の容量素子Ｃｓにかかる電圧を容量素子
Ｃｅｌに保持した電圧によって書き換えるＣｓ書き換え期間２０８を有することを特徴と
する。なお、各々の走査線（Ｙ１～Ｙｍ）に接続されている画素ごとにデータ電流の書き
込みが行なわれるため、図２に示すアドレス期間２０４内の各期間のタイミングおよび長
さは一例であり、例えばデータ書込期間２０７のタイミングおよび書込開始前期間２０６
並びに書込終了後期間２０９の長さは、各走査線（Ｙ１～Ｙｍ）に接続されている画素ご
とに異なる。なお、アドレス期間２０４において、第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥの電位が
変動すると点Ａの電位も変動し、Ｃｓ書き換え期間２０８において正しい駆動トランジス
タＴｒ１のゲート－ソース間電圧が得られないので、第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥの電位
は初期化期間２０２および閾値書込期間２０３から変化させないことが好ましい。
【００６９】
書込開始前期間２０６においては、前述した閾値書込期間２０３において取得した駆動ト
ランジスタＴｒ１の閾値電圧を容量素子Ｃｅｌに保持しておくため、点Ａを浮遊状態とす
る。また、当該画素が接続されている走査線以外の、選択されている走査線に接続されて
いる画素への書き込みを阻害しないように、当該画素内のスイッチ素子以外の各素子（具
体的には容量素子Ｃｓ、駆動トランジスタＴｒ１、ＥＬ素子２０）とデータ線ＤＡＴＡは
、電気的に接続されないようにする。この状態を実現するための各スイッチ素子の状態は
任意であるが、例えば図２の書込開始前期間２０６に示されるように、スイッチ素子Ｔｒ
２、Ｔｒ３、Ｔｒ４、Ｔｒ５をオフしている状態とする。
【００７０】
データ書込期間２０７においては、前述した閾値書込期間２０３において取得した駆動ト
ランジスタＴｒ１の閾値電圧を容量素子Ｃｅｌに保持しておくため、点Ａを浮遊状態とす
る。また、データ線ＤＡＴＡと、駆動トランジスタＴｒ１のゲート電極とドレイン電極が
電気的に接続されるようにし、その他のスイッチ素子以外の各素子がこれらと電気的に接
続されないようにする。この状態を実現するための各スイッチ素子の状態は任意であるが
、例えば図２の閾値書込期間２０３に示されるように、スイッチ素子Ｔｒ２、Ｔｒ３はオ
ンし、スイッチ素子Ｔｒ４、Ｔｒ５はオフしている状態とする。このような状態を実現す
ることで、駆動トランジスタＴｒ１にデータ電流Ｉｄａｔａが流れ、容量素子Ｃｓには、
駆動トランジスタＴｒ１がデータ電流Ｉｄａｔａを流すだけのゲート－ソース間電圧（Ｖ
ｇｓ（ｄａｔａ））がかかる。
【００７１】
Ｃｓ書き換え期間２０８においては、前述した閾値書込期間２０３において取得した駆動
トランジスタＴｒ１の閾値電圧を保持している容量素子Ｃｅｌと、前述した駆動トランジ
スタＴｒ１がデータ電流Ｉｄａｔａを流すだけのゲート－ソース間電圧（Ｖｇｓ（ｄａｔ
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ａ））を保持した容量素子Ｃｓを電気的に接続し、かつ、点Ａは、容量素子Ｃｅｌと容量
素子Ｃｓと各スイッチ素子以外の各素子（駆動トランジスタＴｒ１のゲート電極は除く）
と電気的に接続されないようにする。この状態を実現するための各スイッチ素子の状態は
、例えば図２のＣｓ書き換え期間２０８に示されるように、スイッチ素子Ｔｒ２、Ｔｒ３
、Ｔｒ４はオフし、スイッチ素子Ｔｒ５はオンしている状態とする。このような状態を実
現することで、容量素子Ｃｓには数式２を満足する電流Ｉｏｌｅｄが流れるだけのゲート
－ソース間電圧（Ｖｇｓ（ｏｌｅｄ）とも記す）がかかる。電流Ｉｏｌｅｄは以下の式で
表すことができる。
【００７２】
【数２】

【００７３】
書込終了後期間２０９においては、Ｃｓ書き換え期間２０８において容量素子Ｃｓにかか
った電圧Ｖｇｓ（ｏｌｅｄ）を保持するために、駆動トランジスタＴｒ１のゲート電極を
浮遊状態とし、かつ、当該画素が接続されている走査線以外の、選択されている走査線に
接続されている画素の書き込みを阻害しないように、当該画素内のスイッチ素子以外の各
素子（具体的には容量素子Ｃｓ、駆動トランジスタＴｒ１、ＥＬ素子２０）とデータ線Ｄ
ＡＴＡは、電気的に接続されないようにする。この状態を実現するための各スイッチ素子
の状態は任意であるが、例えば図２の書込終了後期間２０９に示されるように、スイッチ
素子Ｔｒ２、Ｔｒ３、Ｔｒ４、Ｔｒ５はオフしている状態とする。
【００７４】
以上のように、アドレス期間２０４においては、データ書込を走査線（Ｙ１～Ｙｍ）ごと
に順次行なうことにより、全ての画素に、各々の輝度に対応した電流Ｉｏｌｅｄを流すだ
けの駆動トランジスタＴｒ１のゲート－ソース間電圧が容量素子Ｃｓに書き込まれる。そ
して、その電圧は、その後の１フレーム期間２０１に渡り、容量素子Ｃｓによって、保持
される。なお、図２におけるアドレス期間２０４を分割する数の表記は一例であり、本実
施形態はこれに限定されない。例えば、走査線本数と同じ又は概ね同じ数であっても良い
。また、アドレス期間２０４の短縮のために、複数のデータ線駆動回路３０２を用いて複
数の走査線を同時に駆動しても良い。例えば二つのデータ線駆動回路３０２を用いて二つ
の走査線を同時に駆動すれば、アドレス期間２０４を分割する数は走査線本数の半分とな
る。
【００７５】
次に、前述したアドレス期間２０４において保持した駆動トランジスタＴｒ１のゲート－
ソース間電圧Ｖｇｓ（ｏｌｅｄ）に従ってＥＬ素子２０を発光させる発光期間２０５に移
行する。このとき、駆動トランジスタＴｒ１とＥＬ素子２０を直列に接続し、かつ、アド
レス期間２０４において保持した駆動トランジスタＴｒ１のゲート－ソース間電圧Ｖｇｓ
（ｏｌｅｄ）を保持するために、駆動トランジスタＴｒ１のゲート電極を浮遊にし、かつ
、データ線ＤＡＴＡと各画素の各スイッチ素子以外の素子が電気的に接続されない状態に
する。この状態を実現するための各スイッチ素子の状態は、例えば図２の発光期間２０５
に示されるように、スイッチ素子Ｔｒ４はオンし、スイッチ素子Ｔｒ２、Ｔｒ３、Ｔｒ５
はオフしている状態とする。このような状態を実現することで、駆動トランジスタＴｒ１
およびＥＬ素子２０には数式２を満足する電流Ｉｏｌｅｄが流れ、データ電流Ｉｄａｔａ
に従った輝度で、ＥＬ素子２０が発光する。
【００７６】
本実施の形態における画素回路とその駆動方法は、閾値保持用キャパシタＣｔをＥＬ素子
の容量Ｃｅｌで代替することによって、Ｃｔを配置することなく、ＥＬ素子の駆動電流に
対してデータ電流を大きくできる。これは本実施の形態における画素回路とその駆動方法
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と、図９に示した従来の画素回路とそのＥＬ素子２０に流れる電流を表した数式１との比
較からもわかる。
【００７７】
また本実施の形態において、Ｃｔを画素内に配置しない分、開口率を大きくすることがで
きる。また、開口率を大きくすると、ＥＬ素子の容量Ｃｅｌが大きくなるため、さらにデ
ータ電流を大きくすることができる。このように、開口率の増加がデータ電流の増加につ
ながるため効果が相乗し、絶大な効果を得ることができる。
【００７８】
（実施の形態２）
次に、本発明にかかる表示装置の第２の様態について、図４、および図５を参照して説明
する。
【００７９】
本実施の形態における画素回路は、実施の形態１で説明した図１を適用することができる
。なお、第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥの形成方法を実施の形態１で説明した様態とは異な
るものとすることで、特別の効果を得ることができるものである。そこで、第２の電源線
ＣＡＴＨＯＤＥの形態について、図４（Ａ）、（Ｂ）を参照して説明する。
【００８０】
図４（Ａ）は、前述した実施の形態１において説明した表示装置のうち、第２の電源線Ｃ
ＡＴＨＯＤＥについて模式的に表した図である。図４（Ａ）における第２の電源線ＣＡＴ
ＨＯＤＥは、実施の形態１で述べたとおり、全ての画素回路に共通に接続された形態を表
している。基板４０１上に画素部３０１を形成し、表示素子としてＥＬ素子を成膜し、下
部電極とのコンタクト領域４０２を形成した後、第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥを蒸着法な
どで全面に成膜し、そのまま共通の電極に適用することができる。
【００８１】
なお、表示素子としてＥＬ素子を用いる場合に、第２の電源線をフォトリソグラフィ法な
どで形状加工ができる。しかし、該加工によるＥＬ素子へのダメージが大きいと考えられ
る。そのため、蒸着マスクを使用した蒸着法により第２の電源線を形成すれば、ＥＬ素子
にダメージを大きく与えることなく、形状加工することができる。そこで本実施の形態に
おいては、図４（Ｂ）に示すように、第２の電源線を、図中矢印で示した走査線（Ｙ１～
Ｙｍ）方向と平行に形状加工する場合について説明する。なお、第２の電源線ＣＡＴＨＯ
ＤＥを形状加工して分割する数は、走査線本数と一致させ、走査線に平行な画素１列に付
き１本にするのが好適である。しかしながら、分割数自体は任意であり、形状加工される
第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥの数は何本でも構わない。
【００８２】
また、第２の電源線とコンタクトをとる領域４０２において第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥ
や下部電極とに接続されている回路は、第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥを個別に制御できる
ような構成になっているのが好ましい。
【００８３】
本実施の形態における画素回路３０４の動作であって、第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥを各
走査線に固有とすることで可能となる駆動方法を、図５を参照して説明する。なお図５（
Ａ）には当該ラインのタイミングチャート、図５（Ｂ）には次ラインのタイミングチャー
トが、それぞれ示されている。ラインとは、同じ走査線に接続されている画素群のことで
ある。
【００８４】
本実施の形態において、画素回路３０４の構成は、実施の形態１と同じく、図１で示すも
のを適用することができる。
【００８５】
図５は、図２と同じく、データ線ＤＡＴＡ、第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥ、スイッチ用ト
ランジスタＴｒ２、Ｔｒ３、Ｔｒ４、Ｔｒ５のゲート電極、それぞれの電位の変化を、横
軸を時間として表しているタイミングチャートである。本実施の形態における表示装置の
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駆動は、１フレームを１単位とし、１フレームは１走査線書込期間および発光期間２０５
を有し、１走査線書込期間は、初期化期間２０２、閾値書込期間２０３、データ書込期間
２０７、Ｃｓ書き換え期間２０８を有する。
【００８６】
当該ラインが前フレームの発光を終え、１走査線書込期間に移行したとする。すると、当
該ラインは、初期化期間２０２、閾値書込期間２０３、データ書込期間２０７、Ｃｓ書き
換え期間２０８の各状態を経てデータ電流にしたがった値のＶｇｓ（ｏｌｅｄ）を前フレ
ームのものから当該フレームのものに書き換え、再び発光状態へ移行することができる。
【００８７】
ここで、各状態の詳細については、実施の形態１で詳細に述べたので、ここでは説明を省
略する。ただし、データ線ＤＡＴＡの入力信号は実施の形態１と異なり、各ラインのデー
タ書き込みの前に、ラインごとに個別に、初期化を行なうために、第１の電源線ＡＮＯＤ
Ｅよりも駆動トランジスタＴｒ１の閾値電圧の絶対値以上低い値にする必要がある。なお
、図５においては、初期化期間２０２が閾値書込期間２０３の直前にあるが、特に直前に
ある必要はなく、閾値書込期間２０３前に初期化を行っていればよい。例えば、当該ライ
ンの前の前のラインでデータ線ＤＡＴＡが第１の電源線ＡＮＯＤＥよりも駆動トランジス
タＴｒ１の閾値電圧の絶対値以上低い値になったときに初期化することができる。初期化
後、Ｔｒ３をオフとして閾値電圧をＥＬ素子によって構成される容量素子Ｃｅｌに書き込
む。そして当該ラインの選択期間になったら、データ書込を行なうなどの動作を行う。こ
のように動作させれば、閾値書込期間２０３を十分長く取ることができる。
【００８８】
なお、図５に示している横軸の長さは、見易くするためにほぼ等間隔で記載されているが
、本実施の形態にそのような制限はなく、それぞれの期間の長さは、必要に応じて適宜決
定すればよい。
【００８９】
図５で表された本実施の形態における駆動方法では、第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥを走査
線と平行に形状加工することを特徴とする。その結果、当該ラインを書き込むために当該
ラインの第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥの電位を変化させたとしても、それが当該ライン以
外のラインの動作に影響を及ぼさない。したがって、当該ラインを選択してデータ電流を
書き込みつつ、他のラインは前フレームのデータ電流にしたがった値のＶｇｓ（ｏｌｅｄ
）を保持したまま発光を続けることができる。すなわち、１フレーム期間２０１内におけ
る発光期間の割合（デューティー比）が実質的に向上する。デューティー比が大きいと、
デューティー比が小さいときに比べて発光素子の瞬間輝度が小さくても同じ輝度と認識さ
れるので、実施の形態１で示した効果に加えて、駆動電圧が小さくでき、消費電力を低減
できる上に、信頼性を向上させることができる。
【００９０】
（実施の形態３）
次に、本発明にかかる表示装置の第３の様態について、図６を参照して説明する。本実施
形態では、第１の電源線ＡＮＯＤＥを変動させて表示装置を駆動する方法について説明す
る。本実施の形態において、第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥは全画素共通に接続されていて
も良く、本実施形態ではその場合について説明する。しかし本実施の形態においても、第
２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥを形状加工してもよい。
【００９１】
図６は、トランジスタの極性が全てＰチャネル型の場合において、第１の電源線ＡＮＯＤ
Ｅを変動させて本発明にかかる表示装置を駆動する場合の入力信号を表している。１フレ
ームが初期化期間２０２、閾値書込期間２０３、アドレス期間２０４、発光期間２０５で
構成されている点は実施の形態１で示した駆動と同じであり、各期間における回路の動作
もほぼ同一である。そのため、本実施形態では、実施の形態１と異なる点を主として説明
することとする。
【００９２】
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まず、各信号線の電位について説明する。初期化期間２０２、閾値書込期間２０３、およ
びアドレス期間２０４において、第１の電源線ＡＮＯＤＥの電位は低く、第２の電源線Ｃ
ＡＴＨＯＤＥと同じ又は概ね同じであれば良い。また、発光期間２０５においては、第１
の電源線ＡＮＯＤＥの電位は高く、そのときの電位は第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥよりも
高く、スイッチ素子Ｔｒ４がオンしているときに駆動トランジスタＴｒ１が飽和領域で動
作する電位であればよい。
【００９３】
図６において第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥの電位に関しては図示していないが、消費電力
やノイズを小さくする観点から、一定電位であることが好ましい。
【００９４】
データ線ＤＡＴＡの電位は、初期化期間２０２においては、第１の電源線ＡＮＯＤＥより
も駆動トランジスタＴｒ１の閾値電圧の絶対値以上低い値であればよい。これを満たさな
い場合、閾値書込期間２０３において駆動トランジスタＴｒ１のゲート－ソース間電圧が
閾値電圧以上にならないため駆動トランジスタＴｒ１がオンせず、ＥＬ素子２０の容量素
子Ｃｅｌに電流が流れないため、閾値電圧を書き込むことができないからである。なお、
駆動トランジスタＴｒ１がＮチャネル型である場合は、初期化期間２０２のデータ線ＤＡ
ＴＡの電位は、第１の電源線ＡＮＯＤＥよりも駆動トランジスタＴｒ１の閾値電圧の絶対
値以上高い値であれば良い。
【００９５】
データ線ＤＡＴＡの電位は、アドレス期間２０４においては、画像データからの輝度情報
に従って周辺駆動回路で生成されたデータ電流の値と、駆動トランジスタＴｒ１の電気的
特性に従って決定される。つまり、その時々でデータ線ＤＡＴＡの電位は様々に変わるも
のであるため、図６においては値を決定していない。また、発光期間２０５におけるデー
タ線ＤＡＴＡの電位は、ＥＬ素子２０の状態に影響しないので、任意である。すなわち、
データ線ＤＡＴＡの電気的状態を電位で決めるのは、初期化期間２０２のみであっても良
い。
【００９６】
スイッチ用トランジスタＴｒ２、Ｔｒ３、Ｔｒ４、Ｔｒ５に入力する信号の電位に関して
は、スイッチ素子が十分オンまたはオフする電位（線形領域で動作する電位）であれば良
いが、消費電力やノイズを小さくする観点から、スイッチとしての機能を損なわない程度
に、ゲート電極に加える信号の振幅は小さいほど好ましい。
【００９７】
本実施形態において、動作が実施の形態１と異なる点は、第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥの
電位は変化させずに、第１の電源線ＡＮＯＤＥの電位を変化させ第２の電源線ＣＡＴＨＯ
ＤＥの電位と等しくすることである。具体的には以下３点について異なる。第１に、発光
期間２０５から初期化期間２０２へ移行する際に、第１の電源線ＡＮＯＤＥの電位を下げ
る点が異なる。第２に、アドレス期間２０４から発光期間２０５へ移行する際に、第１の
電源線ＡＮＯＤＥの電位を上げる点が異なる。第３に、初期化期間２０２、閾値書込期間
２０３、アドレス期間２０４における第１の電源線ＡＮＯＤＥの電位を、電位の低い第２
の電源線ＣＡＴＨＯＤＥと同じ又はほぼ同じにする点が異なる。しかしながら、これは電
位の絶対値が異なっても回路の動作に影響はないことから、本実施の形態と実施の形態１
との回路動作上では異なるところはない。そのため回路動作は、実施の形態１と同じであ
るため説明を省略する。
【００９８】
前フレームの発光期間２０５Ａから当該フレームの初期化期間２０２に移行するとき、第
１の電源線ＡＮＯＤＥの電位を下げる第１の点における動作について説明する。前フレー
ムの発光期間２０５Ａから当該フレームの初期化期間２０２に移行するとき、スイッチ素
子Ｔｒ２、Ｔｒ３、Ｔｒ５はオフからオンへ、Ｔｒ４はオンからオフへ切り換わる。それ
とほぼ同時に、第１の電源線ＡＮＯＤＥの電位を下げて第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥの電
位とほぼ同じくし、さらにデータ線ＤＡＴＡの電位を、第１の電源線ＡＮＯＤＥの低い方
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の電位（Ｌｏｗ状態）よりも駆動トランジスタＴｒ１の閾値電圧の絶対値分以上小さくす
る。実施の形態１では、初期化時のデータ線ＤＡＴＡの電位は第２の電源線ＣＡＴＨＯＤ
Ｅの高い方の電位（Ｈｉｇｈ状態）よりも駆動トランジスタＴｒ１の閾値電圧の絶対値分
以上小さくしており、この点で本実施の形態とは異なる。なお、駆動トランジスタＴｒ１
がＮチャネル型であるときは、本実施の形態においては、データ線ＤＡＴＡの電位を、第
１の電源線ＡＮＯＤＥの低い方の電位よりも駆動トランジスタＴｒ１の閾値電圧の絶対値
分以上大きくする。実施の形態１では、駆動トランジスタＴｒ１がＮチャネル型であると
き、初期化時のデータ線ＤＡＴＡの電位は第２の電源線ＣＡＴＨＯＤＥの高い方の電位よ
りも駆動トランジスタＴｒ１の閾値電圧の絶対値分以上大きくしており、この点で本実施
の形態とは異なる。
【００９９】
アドレス期間２０４から発光期間２０５に移行するとき、第１の電源線ＡＮＯＤＥの電位
を上げる第２の点における動作について説明する。アドレス期間２０４から発光期間２０
５に移行するとき、スイッチ素子Ｔｒ２、Ｔｒ３はオフのまま、Ｔｒ４はオフからオンへ
、Ｔｒ５はオフのままあるいはオンからオフへ、それぞれ切り換わる。そして、スイッチ
素子Ｔｒ５を確実にオフして、容量素子Ｃｓの一方の電極を浮遊にした状態で、第１の電
源線ＡＮＯＤＥの電位を高い方の電位に上げる。スイッチ素子Ｔｒ５を確実にオフして容
量素子Ｃｓの一方の電極を浮遊にしないと、第１の電源線ＡＮＯＤＥの電位を上げる際に
容量素子Ｃｓに電圧が保持されない。この点は、実施の形態１でも同じである。
【０１００】
本実施の形態において、第１の電源線ＡＮＯＤＥの電位を変動させて本発明にかかる表示
装置を駆動する場合、以下の利点が挙げられる。まず、大きな容量が接続されている第２
の電源線ＣＡＴＨＯＤＥを変動させないことで、駆動時の消費電力が低減できる。また、
第１の電源線ＡＮＯＤＥは基板側に作りこむことが可能なので、実施の形態２のように、
形状加工して走査線ごとに独立に駆動させることが容易である。すなわち、作製時にマス
ク蒸着などの工程を追加することなく、デューティー比を上げる駆動が実現できる。
【０１０１】
（実施の形態４）
図１２（Ａ）に、１つの画素に２つのＴＦＴを有する画素の素子のレイアウト例を示す。
また、図１２（Ａ）において、Ｘ－Ｘ’で示される部分の断面図を図１２（Ｂ）に示す。
【０１０２】
　図１２（Ａ）に示すように、本発明における画素は、第１のＴＦＴ１２０５、第１の配
線１２０６、第２の配線１２０７、第２のＴＦＴ１２０８、第３の配線１２１１、対向電
極１２１２、容量素子１２１３、画素電極１２１５、隔壁１２１６、有機導電体膜１２１
７、有機薄膜１２１８、基板１２１９を有していてもよい。なお、第１のＴＦＴ１２０５
はスイッチング用ＴＦＴとして、第１の配線１２０６はゲート信号線として、第２の配線
１２０７はソース信号線として、第２のＴＦＴ１２０８は駆動用ＴＦＴとして、第３の配
線１２１１は電流供給線として、それぞれ用いられるのが好適である。
【０１０３】
　図１２（Ａ）に示すように、第１のＴＦＴ１２０５のゲート電極は、第１の配線１２０
６と電気的に接続され、第１のＴＦＴ１２０５のソースまたはドレイン電極の一方は、第
２の配線１２０７と電気的に接続され、第１のＴＦＴ１２０５のソースまたはドレイン電
極の他方は、第２のＴＦＴ１２０８のゲート電極および容量素子１２１３の一方の電極と
電気的に接続されているのが好適である。なお、第１のＴＦＴ１２０５のゲート電極は、
図１２（Ａ）に示すように、複数のゲート電極によって構成されていても良い。こうする
ことで、第１のＴＦＴ１２０５のオフ状態におけるリーク電流を低減することができる。
【０１０４】
また、第２のＴＦＴ１２０８のソースまたはドレイン電極の一方は、第３の配線１２１１
と電気的に接続され、第２のＴＦＴ１２０８のソースまたはドレイン電極の他方は、画素
電極１２１５と電気的に接続されているのが好適である。こうすることで、画素電極１２



(19) JP 5041772 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

１５に流れる電流を、第２のＴＦＴ１２０８によって制御することができる。
【０１０５】
画素電極１２１５上には、有機導電体膜１２１７が設けられ、さらに有機薄膜（有機化合
物層）１２１８が設けられていてもよい。有機薄膜（有機化合物層）１２１８上には、対
向電極１２１２が設けられていてもよい。なお、対向電極１２１２は、全ての画素で共通
に接続されるように形成されていてもよく、シャドーマスクなどを用いてパターン形成さ
れていてもよい。
【０１０６】
　有機薄膜（有機化合物層）１２１８から発せられた光は、画素電極１２１５もしくは対
向電極１２１２のうちいずれかを透過して発せられる。このとき、図１２（Ｂ）において
、画素電極側、すなわちＴＦＴ等が形成されている側に光が発せられる場合、画素電極１
２１５は透明導電膜によって形成されるのが好適である。対向電極側に光が発せられる場
合、対向電極１２１２は透明導電膜によって形成されるのが好適である。
【０１０７】
　また、カラー表示の発光装置においては、Ｒ・Ｇ・Ｂそれぞれの発光色を持つＥＬ素子
を塗り分けても良いし、単色のＥＬ素子を形成し、カラーフィルタによってＲ・Ｇ・Ｂの
発光を得るようにしても良い。
【０１０８】
　なお、図１２に示した構成はあくまで一例であり、画素レイアウト、断面構成、ＥＬ素
子の電極の積層順等に関して、図１２に示した構成以外にも、様々な構成をとることがで
きる。また、発光層は、図示した有機薄膜で構成される素子の他に、ＬＥＤのような結晶
性の素子、無機薄膜で構成される素子など、様々な素子を用いることができる。
【０１０９】
次に、図１３（Ａ）を参照して、１つの画素に３つのＴＦＴを有する画素の素子のレイア
ウト例について説明する。また、図１３（Ａ）において、Ｘ－Ｘ’で示される部分の断面
図を図１３（Ｂ）に示す。
【０１１０】
　図１３（Ａ）に示すように、本発明における画素は、基板１３００、第１の配線１３０
１、第２の配線１３０２、第３の配線１３０３、第４の配線１３０４、第１のＴＦＴ１３
０５、第２のＴＦＴ１３０６、第３のＴＦＴ１３０７、画素電極１３０８、隔壁１３１１
、有機導電体膜１３１２、有機薄膜１３１３、対向電極１３１４、を有していてもよい。
なお、第１の配線１３０１はソース信号線として、第２の配線１３０２は書込用ゲート信
号線として、第３の配線１３０３は消去用ゲート信号線として、第４の配線１３０４は電
流供給線として、第１のＴＦＴ１３０５はスイッチング用ＴＦＴとして、第２のＴＦＴ１
３０６は消去用ＴＦＴとして、第３のＴＦＴ１３０７は駆動用ＴＦＴとして、それぞれ用
いられるのが好適である。
【０１１１】
　図１３（Ａ）に示すように、第１のＴＦＴ１３０５のゲート電極は、第２の配線１３０
２と電気的に接続され、第１のＴＦＴ１３０５のソースまたはドレイン電極の一方は、第
１の配線１３０１と電気的に接続され、第１のＴＦＴ１３０５のソースまたはドレイン電
極の他方は、第３のＴＦＴ１３０７のゲート電極と電気的に接続されているのが好適であ
る。なお、第１のＴＦＴ１３０５のゲート電極は、図１３（Ａ）に示すように、複数のゲ
ート電極によって構成されていても良い。こうすることで、第１のＴＦＴ１３０５のオフ
状態におけるリーク電流を低減することができる。
【０１１２】
　また、第２のＴＦＴ１３０６のゲート電極は、第３の配線１３０３と電気的に接続され
、第２のＴＦＴ１３０６のソースまたはドレイン電極の一方は、第４の配線１３０４と電
気的に接続され、第２のＴＦＴ１３０６のソースまたはドレイン電極の他方は、第３のＴ
ＦＴ１３０７のゲート電極と電気的に接続されているのが好適である。なお、第２のＴＦ
Ｔ１３０６のゲート電極は、図１３（Ａ）に示すように、複数のゲート電極によって構成
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されていても良い。こうすることで、第２のＴＦＴ１３０６のオフ状態におけるリーク電
流を低減することができる。
【０１１３】
また、第３のＴＦＴ１３０７のソースまたはドレイン電極の一方は、第４の配線１３０４
と電気的に接続され、第３のＴＦＴ１３０７のソースまたはドレイン電極の他方は、画素
電極１３０８と電気的に接続されているのが好適である。こうすることで、画素電極１３
０８に流れる電流を、第３のＴＦＴ１３０７によって制御することができる。
【０１１４】
画素電極１３０８上には、有機導電体膜１３１２が設けられ、さらに有機薄膜（有機化合
物層）１３１３が設けられていてもよい。有機薄膜（有機化合物層）１３１３上には、対
向電極１３１４が設けられていてもよい。なお、対向電極１３１４は、全ての画素で共通
に接続されるように形成されていてもよく、シャドーマスクなどを用いてパターン形成さ
れていてもよい。
【０１１５】
　有機薄膜（有機化合物層）１３１３から発せられた光は、画素電極１３０８もしくは対
向電極１３１４のうちいずれかを透過して発せられる。このとき、図１３（Ｂ）において
、画素電極側、すなわちＴＦＴ等が形成されている側に光が発せられる場合、画素電極１
３０８は透明導電膜によって形成されるのが好適である。対向電極側に光が発せられる場
合、対向電極１３１４は透明導電膜によって形成されるのが好適である。
【０１１６】
　また、カラー表示の発光装置においては、Ｒ・Ｇ・Ｂそれぞれの発光色を持つＥＬ素子
を塗り分けても良いし、単色のＥＬ素子を形成し、カラーフィルタによってＲ・Ｇ・Ｂの
発光を得るようにしても良い。
【０１１７】
　なお、図１３に示した構成はあくまで一例であり、画素レイアウト、断面構成、ＥＬ素
子の電極の積層順等に関して、図１３に示した構成以外にも、様々な構成をとることがで
きる。また、発光層は、図示した有機薄膜で構成される素子の他に、ＬＥＤのような結晶
性の素子、無機薄膜で構成される素子など、様々な素子を用いることができる。
【０１１８】
次に、図１４（Ａ）を参照して、１つの画素に４つのＴＦＴを有する画素の素子のレイア
ウト例について説明する。また、図１４（Ａ）において、Ｘ－Ｘ’で示される部分の断面
図を図１４（Ｂ）に示す。
【０１１９】
　図１４（Ａ）に示すように、本発明における画素は、基板１４００、第１の配線１４０
１、第２の配線１４０２、第３の配線１４０３、第４の配線１４０４、第１のＴＦＴ１４
０５、第２のＴＦＴ１４０６、第３のＴＦＴ１４０７、第４のＴＦＴ１４０８、画素電極
１４０９、第５の配線１４１１、第６の配線１４１２、隔壁１４２１、有機導電体膜１４
２２、有機薄膜１４２３、対向電極１４２４、を有していてもよい。なお、第１の配線１
４０１はソース信号線として、第２の配線１４０２は書込用ゲート信号線として、第３の
配線１４０３は消去用ゲート信号線として、第４の配線１４０４は逆方向バイアス用信号
線として、第１のＴＦＴ１４０５はスイッチング用ＴＦＴとして、第２のＴＦＴ１４０６
は消去用ＴＦＴとして、第３のＴＦＴ１４０７は駆動用ＴＦＴとして、第４のＴＦＴ１４
０８は逆方向バイアス用ＴＦＴとして、第５の配線１４１１は電流供給線として、第６の
配線１４１２は逆方向バイアス用電源線として、それぞれ用いられるのが好適である。
【０１２０】
　図１４（Ａ）に示すように、第１のＴＦＴ１４０５のゲート電極は、第２の配線１４０
２と電気的に接続され、第１のＴＦＴ１４０５のソースまたはドレイン電極の一方は、第
１の配線１４０１と電気的に接続され、第１のＴＦＴ１４０５のソースまたはドレイン電
極の他方は、第３のＴＦＴ１４０７のゲート電極と電気的に接続されているのが好適であ
る。なお、第１のＴＦＴ１４０５のゲート電極は、図１４（Ａ）に示すように、複数のゲ
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ート電極によって構成されていても良い。こうすることで、第１のＴＦＴ１４０５のオフ
状態におけるリーク電流を低減することができる。
【０１２１】
　また、第２のＴＦＴ１４０６のゲート電極は、第３の配線１４０３と電気的に接続され
、第２のＴＦＴ１４０６のソースまたはドレイン電極の一方は、第５の配線１４１１と電
気的に接続され、第２のＴＦＴ１４０６のソースまたはドレイン電極の他方は、第３のＴ
ＦＴ１４０７のゲート電極と電気的に接続されているのが好適である。なお、第２のＴＦ
Ｔ１４０６のゲート電極は、図１４（Ａ）に示すように、複数のゲート電極によって構成
されていても良い。こうすることで、第２のＴＦＴ１４０６のオフ状態におけるリーク電
流を低減することができる。
【０１２２】
また、第３のＴＦＴ１４０７のソースまたはドレイン電極の一方は、第５の配線１４１１
と電気的に接続され、第３のＴＦＴ１４０７のソースまたはドレイン電極の他方は、画素
電極１４０９と電気的に接続されているのが好適である。こうすることで、画素電極１４
０９に流れる電流を、第３のＴＦＴ１４０７によって制御することができる。
【０１２３】
また、第４のＴＦＴ１４０８のゲート電極は、第４の配線１４０４と電気的に接続され、
第４のＴＦＴ１４０８のソースまたはドレイン電極の一方は、第６の配線１４１２と電気
的に接続され、第４のＴＦＴ１４０８のソースまたはドレイン電極の他方は、画素電極１
４０９と電気的に接続されているのが好適である。こうすることで、画素電極１４０９の
電位を、第４のＴＦＴ１４０８によって制御することができるので、有機導電体膜１４２
２および有機薄膜１４２３に、逆方向のバイアスを印加することができる。有機導電体膜
１４２２および有機薄膜１４２３などで構成される発光素子に逆方向のバイアスを印加す
ることによって、発光素子の信頼性を大きく向上させることができる。
【０１２４】
たとえば、直流電圧（３．６５Ｖ）で駆動した場合の輝度半減時間が４００時間程度であ
る発光素子を、交流電圧（順方向バイアス：３．７Ｖ、逆方向バイアス：１．７Ｖ、デュ
ーティ比５０％、交流周波数６０Ｈｚ）で駆動すると、輝度半減時間は７００時間以上と
なることがわかっている。
【０１２５】
次に、画素電極１４０９上には、有機導電体膜１４２２が設けられ、さらに有機薄膜（有
機化合物層）１４２３が設けられていてもよい。有機薄膜（有機化合物層）１４２３上に
は、対向電極１４２４が設けられていてもよい。なお、対向電極１４２４は、全ての画素
で共通に接続されるように形成されていてもよく、シャドーマスクなどを用いてパターン
形成されていてもよい。
【０１２６】
　有機薄膜（有機化合物層）１４２３から発せられた光は、画素電極１４０９もしくは対
向電極１４２４のうちいずれかを透過して発せられる。このとき、図１４（Ｂ）において
、画素電極側、すなわちＴＦＴ等が形成されている側に光が発せられる場合、画素電極１
４０９は透明導電膜によって形成されるのが好適である。対向電極側に光が発せられる場
合、対向電極１４２４は透明導電膜によって形成されるのが好適である。
【０１２７】
　また、カラー表示の発光装置においては、Ｒ・Ｇ・Ｂそれぞれの発光色を持つＥＬ素子
を塗り分けても良いし、単色のＥＬ素子を形成し、カラーフィルタによってＲ・Ｇ・Ｂの
発光を得るようにしても良い。
【０１２８】
　なお、図１４に示した構成はあくまで一例であり、画素レイアウト、断面構成、ＥＬ素
子の電極の積層順等に関して、図１４に示した構成以外にも、様々な構成をとることがで
きる。また、発光層は、図示した有機薄膜で構成される素子の他に、ＬＥＤのような結晶
性の素子、無機薄膜で構成される素子など、様々な素子を用いることができる。
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【０１２９】
　次に、本発明に適用できるＥＬ素子の構造について説明する。
【０１３０】
　本発明に適用できるＥＬ素子は、正孔注入材料からなる正孔注入層、正孔輸送材料から
なる正孔輸送層、発光材料からなる発光層、電子輸送材料からなる電子輸送層、電子注入
材料からなる電子注入層等が、明確に区別されるような積層構造ではなく、正孔注入材料
、正孔輸送材料、発光材料、電子輸送材料、電子注入材料等の材料のうち、複数の材料が
混合された層（混合層）を有する構成（以下、混合接合型のＥＬ素子と表記する）でもよ
い。
【０１３１】
　混合接合型のＥＬ素子の構造を示す模式図を、図１５に示す。図１５において、１５０
１はＥＬ素子の陽極である。１５０２はＥＬ素子の陰極である。陽極１５０１と陰極１５
０２の間に挟まれた層が、ＥＬ層に相当する。
【０１３２】
　図１５（Ａ）において、ＥＬ層は、正孔輸送材料からなる正孔輸送領域１５０３と、電
子輸送材料からなる電子輸送領域１５０４とを含み、前記正孔輸送領域１５０３は前記電
子輸送領域１５０４よりも陽極側に位置し、且つ、前記正孔輸送領域１５０３と、前記電
子輸送領域１５０４の間に、前記正孔輸送材料及び前記電子輸送材料の両方を含む混合領
域１５０５が設けられた構成とすることができる。
【０１３３】
　なお、このとき、陽極１５０１から陰極１５０２の方向に、前記混合領域１５０５内の
前記正孔輸送材料の濃度は減少し、前記混合領域１５０５内の電子輸送材料の濃度は増加
することを特徴としても良い。
【０１３４】
　なお、上記構成において、正孔輸送材料のみからなる正孔輸送領域１５０３が存在せず
、正孔輸送材料及び電子輸送材料の両方を含む混合領域１５０５内部で各機能材料の濃度
の割合が変化する（濃度勾配を有する）構成であってもよい。また、正孔輸送材料のみか
らなる正孔輸送領域１５０３及び電子輸送材料のみからなる電子輸送領域１５０４が存在
せず、正孔輸送材料及び電子輸送材料の両方を含む混合領域１５０５内部で各機能材料の
濃度の割合が変化する（濃度勾配を有する）構成であってもよい。また、前記濃度の割合
は、陽極や陰極からの距離に依存して変化する構成であってもよい。更に、前記濃度の割
合の変化は連続的であってもよい。濃度勾配の設定の仕方は、自由に設定することが可能
である。
【０１３５】
　前記混合領域１５０５内に、発光材料が添加された領域１５０６を有する。発光材料に
よって、ＥＬ素子の発光色を制御することができる。また、発光材料によって、キャリア
をトラップすることができる。発光材料としては、キノリン骨格を含む金属錯体、ベンゾ
オキサドール骨格を含む金属錯体、ベンゾチアゾ－ル骨格を含む金属錯体等の他、各種蛍
光色素を用いることができる。これらの発光材料を添加することによって、ＥＬ素子の発
光色を制御することができる。
【０１３６】
　陽極１５０１としては、効率よく正孔を注入するため、仕事関数の大きな電極材料を用
いることが好ましい。例えば、錫ドープ酸化インジウム（ＩＴＯ）や、亜鉛ドープ酸化イ
ンジウム（ＩＺＯ）、ＺｎＯ、ＳｎＯ２、Ｉｎ２Ｏ３等の透明電極を用いることができる
。また、透光性を有する必要が無いならば、陽極１５０１は、不透明の金属材料でもよい
。
【０１３７】
　また、正孔輸送材料としては、芳香族アミン系の化合物等を用いることができる。
【０１３８】
　また、電子輸送材料としては、キノリン誘導体、８－キノリノールまたはその誘導体を
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配位子とする金属錯体（特に、トリス（８－キノリノラト）アルミニウム（Ａｌｑ３））
等を用いることができる。
【０１３９】
　陰極１５０２としては、効率よく電子を注入するため、仕事関数の小さな電極材料を用
いることが好ましい。アルミニウム、インジウム、マグネシウム、銀、カルシウム、バリ
ウム、リチウム等の金属を単体で用いることができる。また、これらの金属の合金であっ
ても良いし、これらの金属と他の金属との合金であっても良い。
【０１４０】
　図１５（Ａ）とは異なる構成のＥＬ素子の模式図を図１５（Ｂ）に示す。なお、図１５
（Ａ）と同じ部分は同じ符号を用いて示し、説明は省略する。
【０１４１】
　図１５（Ｂ）では、発光材料が添加された領域を有さない。しかし、電子輸送領域１５
０４に添加する材料として、電子輸送性及び発光性の両方を有する材料（電子輸送発光材
料）、例えば、トリス（８－キノリノライト）アルミニウム（Ａｌｑ３）を用いる構成と
し、発光を行うことができる。
【０１４２】
　または、正孔輸送領域１５０３に添加する材料として、正孔輸送性及び発光性の両方を
有する材料（正孔輸送発光材料）を用いてもよい。
【０１４３】
　図１５（Ａ）及び図１５（Ｂ）とは異なる構成のＥＬ素子の模式図を図１５（Ｃ）に示
す。なお、図１５（Ａ）及び図１５（Ｂ）と同じ部分は同じ符号を用いて示し、説明は省
略する。
【０１４４】
　図１５（Ｃ）において、正孔輸送材料に比べて最高被占分子軌道と最低被占分子軌道と
のエネルギー差が大きい正孔ブロッキング性材料が、混合領域１５０５内に添加された領
域１５０７を有する。正孔ブロッキング性材料が添加された領域１５０７を、混合領域１
５０５内の発光材料が添加された領域１５０６より陰極１５０２側に配置することによっ
て、キャリアの再結合率を上げ、発光効率を上げることができる。上記、正孔ブロッキン
グ性材料が添加された領域１５０７を設ける構成は、特に、三重光励起子のよる発光（燐
光）を利用するＥＬ素子において有効である。
【０１４５】
　図１５（Ａ）、図１５（Ｂ）及び図１５（Ｃ）とは異なる構成のＥＬ素子の模式図を図
１５（Ｄ）に示す。なお、図１５（Ａ）、図１５（Ｂ）及び図１５（Ｃ）と同じ部分は同
じ符号を用いて示し、説明は省略する。
【０１４６】
　図１５（Ｄ）において、電子輸送材料に比べて最高被占分子軌道と最低被占分子軌道と
のエネルギー差が大きい電子ブロッキング性材料が、混合領域１５０５内に添加された領
域１５０８を有する。電子ブロッキング性材料が添加された領域１５０８を、混合領域１
５０５内の発光材料が添加された領域１５０６より陽極１５０１側に配置することによっ
て、キャリアの再結合率を上げ、発光効率を上げることができる。上記、電子ブロッキン
グ性材料が添加された領域１５０８を設ける構成は、特に、三重項励起子のよる発光（燐
光）を利用するＥＬ素子において有効である。
【０１４７】
　図１５（Ｅ）は、図１５（Ａ）、図１５（Ｂ）、図１５（Ｃ）および図１５（Ｄ）とは
異なる混合接合型のＥＬ素子の構成を示す模式図である。図１５（Ｅ）では、ＥＬ素子の
電極に接するＥＬ層の部分に、金属材料を添加した領域１５０９を有する構成の例を示す
。図１５（Ｅ）において、図１５（Ａ）～図１５（Ｄ）と同じ部分は同じ符号を用いて示
し説明は省略する。図１５（Ｅ）に示す構成は、たとえば、陰極１５０２としてＭｇＡｇ
（Ｍｇ―Ａｇ合金）を用い、電子輸送材料が添加された領域１５０４の、陰極１５０２に
接する領域にＡｌ（アルミニウム）合金を添加した領域１５０９を有する構成であっても
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よい。上記構成によって、陰極の酸化を防止し、且つ、陰極からの電子の注入効率を高め
ることができる。こうして、混合接合型のＥＬ素子では、その寿命を長くすることができ
る。また、駆動電圧も低くすることができる。
【０１４８】
　上記混合接合型のＥＬ素子を作製する手法としては、共蒸着法等を用いることができる
。
【０１４９】
　図１５（Ａ）～図１５（Ｅ）に示したような混合接合型のＥＬ素子では、明確な層の界
面が存在せず、電荷の蓄積を低減することができる。こうして、その寿命を長くすること
ができる。また、駆動電圧も低くすることができる。
【０１５０】
　なお、図１５（Ａ）～図１５（Ｅ）に示した構成は、自由に組み合わせて実施すること
が可能である。
【０１５１】
　なお、混合接合型のＥＬ素子の構成は、これに限定されない。公知の構成を自由に用い
ることができる。
【０１５２】
なお、ＥＬ素子のＥＬ層を構成する有機材料としては、低分子材料でも高分子材料でもよ
い。また、これらの材料を両方用いてもよい。有機化合物材料として低分子材料を用いる
場合は、蒸着法によって成膜することができる。一方、ＥＬ層として高分子材料を用いる
場合では、高分子材料を溶媒に溶かし、スピンコート法やインクジェット方式で成膜する
ことができる。
【０１５３】
　また、ＥＬ層は、中分子材料によって構成されていても良い。本明細書中において、中
分子系有機発光材料とは、昇華性を有さず、かつ、重合度が２０程度以下の有機発光材料
を示すものとする。ＥＬ層として中分子材料を用いる場合では、インクジェット方式等で
成膜することができる。
【０１５４】
　なお、低分子材料と、高分子材料と、中分子材料とを組み合わせて用いても良い。
【０１５５】
　また、ＥＬ素子は、一重項励起子からの発光（蛍光）を利用するものでも、三重項励起
子からの発光（燐光）を利用するものでも、どちらでも良い。
【０１５６】
　次に、本発明が適用できる表示装置を製造するための蒸着装置について、図面を参照し
て説明する。
【０１５７】
　本発明が適用できる表示装置は、ＥＬ層を形成して製造されてもよい。ＥＬ層は、エレ
クトロルミネセンスを発現する材料を少なくとも一部に含んで形成される。ＥＬ層は機能
の異なる複数の層で構成されても良い。その場合、ＥＬ層は、正孔注入輸送層、発光層、
電子注入輸送層などとも呼ばれる機能の異なる層が組み合わさって構成されていてもよい
。
【０１５８】
　トランジスタが形成された素子基板に、ＥＬ層を形成するための蒸着装置の構成を図１
６に示す。この蒸着装置は、搬送室１６６０、１６６１に複数の処理室を連結している。
処理室には、基板を供給するロード室１６６２、基板を回収するアンロード室１６６３、
その他、加熱処理室１６６８、プラズマ処理室１６７２、ＥＬ材料を蒸着する成膜処理室
１６６９～１６７５、ＥＬ素子の一方の電極として、アルミニウム若しくはアルミニウム
を主成分とする導電膜を形成する成膜処理室１６７６を含んでいる。また、搬送室と各処
理室の間にはゲートバルブ１６７７ａ～１６７７ｍが設けられていて、各処理室の圧力は
独立して制御可能とされており、処理室間の相互汚染を防いでいる。
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【０１５９】
　ロード室１６６２から搬送室１６６０に導入された基板は、回転自在に設けられたアー
ム方式の搬送手段１６６６により、所定の処理室へ搬入される。また、基板は搬送手段１
６６６により、ある処理室から他の処理室へ搬送される。搬送室１６６０と搬送室１６６
１とは成膜処理室１６７０で連結され、ここで搬送手段１６６６と搬送手段１６６７によ
り基板の受け渡しが行う。
【０１６０】
　搬送室１６６０及び搬送室１６６１に連結する各処理室は減圧状態に保持されている。
従って、この蒸着装置では、基板は大気に触れることなく連続してＥＬ層の成膜処理が行
われる。ＥＬ層の成膜処理が終わった表示パネルは、水蒸気などにより劣化する場合があ
るので、この蒸着装置では、品質を保持するために大気に触れさせる前に封止処理を行う
ための封止処理室１６６５が搬送室１６６１に連結されている。封止処理室１６６５は大
気圧若しくはそれに近い減圧下におかれているので、搬送室１６６１と封止処理室１６６
５の間にも中間室１６６４が備えられている。中間室１６６４は基板の受け渡しと、室間
の圧力を緩衝するために設けられている。
【０１６１】
　ロード室、アンロード室、搬送室及び成膜処理室には室内を減圧に保持するための排気
手段が備えられている。排気手段としては、ドライポンプ、ターボ分子ポンプ、拡散ポン
プなど各種の真空ポンプを用いることができる。
【０１６２】
　図１６の蒸着装置において、搬送室１６６０及び搬送室１６６１に連結される処理室の
数やその構成は、ＥＬ素子の積層構造に応じて適宜組み合わせることができる。以下に、
その組み合わせの一例を示す。
【０１６３】
　加熱処理室１６６８は、最初に下部電極や絶縁隔壁等が形成された基板を加熱して脱ガ
ス処理を行う。プラズマ処理室１６７２は、下地電極表面を希ガスや酸素プラズマ処理を
行う。このプラズマ処理は、表面を清浄化、表面状態の安定化、表面の物理的若しくは化
学的状態（例えば、仕事関数など）を安定化させるために行う。
【０１６４】
　成膜処理室１６６９は、ＥＬ素子の一方の電極と接触する電極バッファ層を形成する処
理室である。電極バッファ層はキャリア注入性（正孔注入若しくは電子注入）があり、Ｅ
Ｌ素子の短絡や暗点欠陥の発生を抑制する層である。代表的には、電極バッファ層は、有
機無機混合材料であって、抵抗率が５×１０４～１×１０６Ωｃｍであり、３０～３００
ｎｍの厚さに形成される。また、成膜室１６７１は正孔輸送層を成膜する処理室である。
【０１６５】
　ＥＬ素子における発光層は、単色発光をする場合と白色発光をする場合とで、その構成
が異なる。蒸着装置において成膜処理室もそれに応じて配置することが好ましい。例えば
、表示パネルに発光色が異なる三種類のＥＬ素子を形成する場合には、各発光色に対応し
た発光層を成膜する必要がある。この場合、成膜処理室１６７０を第１の発光層の成膜用
として、成膜処理室１６７３を第２の発光層の成膜用として、成膜処理室１６７４を第３
の発光層の成膜用として用いることができる。発光層ごとに成膜処理室を分けることで、
異なる発光材料による相互汚染を防止することが出来、成膜処理のスループットを向上さ
せることが出来る。
【０１６６】
　また、成膜処理室１６７０、成膜処理室１６７３、成膜処理室１６７４のそれそれで、
発光色が異なる三種類のＥＬ材料を順次蒸着しても良い。この場合、シャドーマスクを使
い、蒸着する領域に応じて当該マスクをずらして蒸着を行うことになる。
【０１６７】
　白色発光するＥＬ素子を形成する場合には、異なる発光色の発光層を縦積みにして形成
する。その場合にも、素子基板が成膜処理室を順次移動して、発光層ごとに成膜すること
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ができる。また、同じ成膜処理室で異なる発光層を連続して成膜することもできる。
【０１６８】
　成膜処理室１６７６では、ＥＬ層の上に電極を成膜する。電極の形成は、電子ビーム蒸
着法やスパッタリング法を適用することもできるが、好ましくは抵抗加熱蒸着法を用いる
ことが好ましい。
【０１６９】
　電極の形成まで終了した素子基板は、中間室１６６４を経て封止処理室１６６５に搬入
される。封止処理室１６６５は、ヘリウム、アルゴン、ネオン、若しくは窒素などの不活
性な気体が充填されており、その雰囲気下で素子基板のＥＬ層が形成された側に封止板を
貼り付けて封止する。封止された状態において、素子基板と封止板との間には、不活性気
体が充填されていても良いし、樹脂材料を充填しておいても良い。封止処理室１６６５に
は、シール材を描画するディスペンサーや、素子基板に対向して封止板を固定する固定ス
テージやアームなどの機械的要素、樹脂材料を充填するディスペンサー若しくはスピンコ
ーターなどが備えられている。
【０１７０】
　図１７は、成膜処理室の内部構成を示す。成膜処理室は減圧下に保たれていて、図１７
では天板１７９１と底板１７９２で挟まれる内側が室内であり、減圧状態に保たれる室内
を示している。
【０１７１】
　処理室内には、一つ又は複数個の蒸発源が備えられている。組成の異なる複数の層を成
膜する場合や、異なる材料を共蒸着する場合は、複数個の蒸発源を設けることが好ましい
からである。図１７では、蒸発源１７８１ａ、１７８１ｂ、１７８１ｃが蒸発源ホルダ１
７８０に装着されている。蒸発源ホルダ１７８０は多関節アーム１７８３によって保持さ
れている。多関節アーム１７８３は関節の伸縮によって、蒸発源ホルダ１７８０の位置を
その可動範囲内で自在に移動可能としている。また、蒸発源ホルダ１７８０に距離センサ
ー１７８２を設け、蒸発源１７８１ａ～１７８１ｃと基板１７８９との間隔をモニターし
て、蒸着時における最適な間隔を制御しても良い。その場合には、多関節アームに上下方
向（Ｚ方向）にも変位する多関節アームとしても良い。
【０１７２】
　基板ステージ１７８６と基板チャック１７８７は一対となって基板１７８９を固定する
。基板ステージ１７８６はヒータを内蔵させて基板１７８９を加熱できるように構成して
も良い。基板１７８９は、基板チャック１７８７の禁緩により、基板ステージ１７８６に
固定されまた搬出入される。蒸着に際しては、必要に応じて蒸着するパターンに対応して
開口部を備えたシャドーマスク１７９０を用いることもできる。その場合、シャドーマス
ク１７９０は、基板１７８９と蒸発源１７８１ａ～１７８１ｃの間に配置されるようにす
る。シャドーマスク１７９０はマスクチャック１７８８により、基板１７８９と密着若し
くは一定の間隔を持って固定される。シャドーマスク１７９０のアライメントが必要な場
合には、処理室内にカメラを配置し、マスクチャック１７８８にＸ－Ｙ－θ方向に微動す
る位置決め手段を備えることで、その位置合わせを行う。
【０１７３】
　蒸発源１７８１には、蒸着材料を蒸発源に連続して供給する蒸着材料供給手段が付加さ
れている。蒸着材料供給手段は、蒸発源１７８１と離れた位置に配置される材料供給源１
７８５ａ、１７８５ｂ、１７８５ｃと、その両者の間を繋ぐ材料供給管１７８４を有して
いる。典型的には、材料供給源１７８５ａ、１７８５ｂ、１７８５ｃは蒸発源１７８１に
対応して設けられている。図１７の場合は、材料供給源１７８５ａと１７蒸発源８１ａが
対応している。材料供給源１７８５ｂと蒸発源１７８１ｂ、材料供給源１７８５ｃと蒸発
源１７８１ｃについても同様である。
【０１７４】
　蒸着材料の供給方式には、気流搬送方式、エアロゾル方式などが適用できる。気流搬送
方式は、蒸着材料の微粉末を気流に乗せて搬送するもので、不活性ガスなどを用いて蒸発
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源１７８１に搬送する。エアロゾル方式は、蒸着材料を溶剤中に溶解または分散させた原
料液を搬送し、噴霧器によりエアロゾル化し、エアロゾル中の溶媒を気化させながら行う
蒸着である。いずれの場合にも、蒸発源１７８１には加熱手段が設けられ、搬送された蒸
着材料を蒸発させて基板１７８９に成膜する。図１７の場合、材料供給管１７８４は柔軟
に曲げることができ、減圧状態下においても変形しない程度の剛性を持った細管で構成さ
れている。
【０１７５】
　気流搬送方式やエアロゾル方式を適用する場合には、成膜処理室内を大気圧若しくはそ
れ以下であって、好ましくは１３３Ｐａ～１３３００Ｐａの減圧下で成膜を行えば良い。
成膜処理室内にはヘリウム、アルゴン、ネオン、クリプトン、キセノン、若しくは窒素な
どの不活性気体を充填し、または当該気体を供給しながら（同時に排気しながら）、圧力
の調節を行うことができる。また、酸化膜を形成する成膜処理室では、酸素、亜酸化窒素
などの気体を導入して酸化雰囲気としておいても良い。また、有機材料を蒸着する成膜処
理室内には水素などの気体を導入して還元雰囲気にしておいても良い。
【０１７６】
　その他の蒸着材料の供給方法として、材料供給管１７８４の中にスクリューを設け蒸着
材料を蒸発源に向けて連続的に押し出す構成としても良い。
【０１７７】
　この蒸着装置によれば、大画面の表示パネルであっても、均一性良く、連続して成膜す
ることができる。また、蒸発源に蒸着材料が無くなる度に、その都度蒸着材料を補給する
必要がないので、スループットを向上することができる。
【０１７８】
　なお、本実施の形態で述べた内容は、他の実施の形態と自由に組み合わせて実施するこ
とができる。
【０１７９】
（実施の形態５）
図１８に、本発明を適用することのできる画素のレイアウト例を示す。
【０１８０】
　図１８に示すように、本発明における画素は、第１のＴＦＴ１８０１、第２のＴＦＴ１
８０２、第３のＴＦＴ１８０３、第４のＴＦＴ１８０４、第５のＴＦＴ１８０５、第１の
配線１８０６、第２の配線１８０７、第３の配線１８０８、第４の配線１８０９、第５の
配線１８１０、第６の配線１８１１、容量素子コンデンサ１８１３、画素電極１８１４、
隔壁開口部１８１５、障壁開口部１８１５に設けられた発光素子、電極Ａ、電極Ｂを有し
ていてもよい。なお、第１のＴＦＴ１８０１は駆動用ＴＦＴとして用いられるのが好適で
ある。また、第２のＴＦＴ１８０２、第３のＴＦＴ１８０３、第４のＴＦＴ１８０４、第
５のＴＦＴ１８０５は、スイッチング用ＴＦＴとして用いられるのが好適である。また、
第１の配線１８０６は電流供給線として用いられるのが好適である。また、第２の配線１
８０７、第３の配線１８０８、第４の配線１８０９、第５の配線１８１０は、第２のＴＦ
Ｔ１８０２、第３のＴＦＴ１８０３、第４のＴＦＴ１８０４、第５のＴＦＴ１８０５のオ
ン・オフを決める信号線として、第６の配線１８１１はソース信号線として、それぞれ用
いられるのが好適である。
【０１８１】
　図１８に示すように、第１のＴＦＴ１８０１のゲート電極は、電極Ｂと電気的に接続さ
れ、第１のＴＦＴ１８０１のソースまたはドレイン電極の一方は、第１の配線１８０６と
電気的に接続され、第１のＴＦＴ１８０１のソースまたはドレイン電極の他方は、電極Ａ
と電気的に接続されていてもよい。なお、第１のＴＦＴ１８０１は、図１８に示すように
、チャネル領域が複数存在する構成であることが好適である。こうすることで、第１のＴ
ＦＴ１８０１がオフ状態であるとき、リーク電流によって発光素子に電流が流れ、わずか
に発光してしまうことを防ぐことができる。
【０１８２】
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　また、第２のＴＦＴ１８０２のゲート電極は、第２の配線１８０７と電気的に接続され
、第２のＴＦＴ１８０２のソースまたはドレイン電極の一方は、電極Ａと電気的に接続さ
れ、第２のＴＦＴ１８０２のソースまたはドレイン電極の他方は、電極Ｂと電気的に接続
されていてもよい。なお、第２のＴＦＴ１８０２は、図１８に示すように、チャネル領域
が複数存在する構成であることが好適である。こうすることで、第２のＴＦＴ１８０２が
オフ状態であるとき、リーク電流によって容量素子１８１３に蓄積された電荷が漏れてし
まうことを防ぐことができる。
【０１８３】
　また、第３のＴＦＴ１８０３のゲート電極は、第３の配線１８０８と電気的に接続され
、第３のＴＦＴ１８０３のソースまたはドレイン電極の一方は、第６の配線１８１１と電
気的に接続され、第３のＴＦＴ１８０３のソースまたはドレイン電極の他方は、電極Ａと
電気的に接続されていてもよい。なお、第３のＴＦＴ１８０３は、図１８に示すように、
チャネル領域が複数存在する構成であることが好適である。こうすることで、第３のＴＦ
Ｔ１８０３がオフ状態であるとき、リーク電流によって発光素子に流れる電流が変化して
しまうことを防ぐことができる。
【０１８４】
　また、第４のＴＦＴ１８０４のゲート電極は、第４の配線１８０９と電気的に接続され
、第４のＴＦＴ１８０４のソースまたはドレイン電極の一方は、画素電極１８１４と電気
的に接続され、第４のＴＦＴ１８０４のソースまたはドレイン電極の他方は、電極Ａと電
気的に接続されていてもよい。なお、第４のＴＦＴ１８０４は、図１８に示すように、チ
ャネル領域が複数存在する構成であることが好適である。こうすることで、第４のＴＦＴ
１８０４がオフ状態であるとき、リーク電流によって発光素子に電流が流れ、わずかに発
光してしまうことを防ぐことができる。
【０１８５】
　また、第５のＴＦＴ１８０５のゲート電極は、第５の配線１８１０と電気的に接続され
、第５のＴＦＴ１８０５のソースまたはドレイン電極の一方は、画素電極１８１４と電気
的に接続され、第５のＴＦＴ１８０５のソースまたはドレイン電極の他方は、電極Ｂと電
気的に接続されていてもよい。なお、第５のＴＦＴ１８０５は、図１８に示すように、チ
ャネル領域が複数存在する構成であることが好適である。こうすることで、第５のＴＦＴ
１８０５がオフ状態であるとき、リーク電流によって容量素子１８１３に蓄積された電荷
が漏れてしまうことを防ぐことができる。
【０１８６】
なお、図１８に示すように、複数のＴＦＴにおいて、電流が流れる方向が概ね等しい構成
であることが好適である。ここで、電流が流れる方向とは、横方向、縦方向という角度の
ことであって、電流の流れる向きには依存しない。つまり、横方向であれば、右から左へ
電流が流れる場合も、左から右へ電流が流れる場合も、両方を含む。このように、複数の
ＴＦＴにおいて電流が流れる方向が概ね等しい構成であることで、ＴＦＴの特性が均一に
なり、表示装置の輝度ムラを低減することができる。
【０１８７】
なお、画素電極１８１４には、有機導電体膜が設けられ、さらに有機薄膜（有機化合物層
）が設けられていてもよい。有機薄膜（有機化合物層）には、対向電極が設けられていて
もよい。また、対向電極は、全ての画素で共通に接続されるように形成されていてもよく
、シャドーマスクなどを用いてパターン形成されていてもよい。
【０１８８】
なお、カラー表示の発光装置においては、Ｒ・Ｇ・Ｂそれぞれの発光色を持つＥＬ素子を
塗り分けても良いし、単色のＥＬ素子を形成し、カラーフィルタによってＲ・Ｇ・Ｂの発
光を得るようにしても良い。
【０１８９】
なお、図１８に示した構成はあくまで一例であり、画素レイアウト、断面構成、ＥＬ素子
の電極の積層順等に関して、図１８に示した構成以外にも、様々な構成をとることができ



(29) JP 5041772 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

る。また、発光層は、図示した有機薄膜で構成される素子の他に、ＬＥＤのような結晶性
の素子、無機薄膜で構成される素子など、様々な素子を用いることができる。
【０１９０】
（実施の形態６）
本実施の形態では、駆動トランジスタがＰチャネル型の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）の場
合における、画素回路の断面形態について、図１０を用いて説明する。なお本発明では、
ＥＬ素子が有する一方の電極を第１の電極、他方の電極を第２の電極とする。
【０１９１】
図１０（Ａ）に、ＥＬ素子６００３から発せられる光を第１の電極６００４側から取り出
す場合の画素回路の断面図を示す。図１０（Ａ）では、ＥＬ素子６００３の第１の電極６
００４と、ＴＦＴ６００１が電気的に接続されており、ＴＦＴ６００１がＰチャネル型で
あるため、第１の電極６００４が陽極である。
【０１９２】
ＴＦＴ６００１は結晶性半導体膜、又は非晶質半導体膜を有する公知の構造とすることが
でき、ソース電極、ドレイン電極、及びゲート電極を有する。ＴＦＴ６００１は層間絶縁
膜６００７で覆われており、層間絶縁膜６００７上には開口部を有する隔壁６００８が形
成されている。隔壁６００８の開口部においてソース電極又はドレイン電極に接続される
第１の電極６００４が一部露出しており、該開口部において第１の電極６００４から順に
電界発光層６００５、第２の電極６００６が積層されている。
【０１９３】
層間絶縁膜６００７は、有機材料、又は無機材料を用い、単層構造、又は積層構造とする
ことができる。無機材料として、シリコン酸化物、シリコン窒化物を用い、有機材料とし
て、ポリイミド、アクリル、シロキサン、又はポリシラザンを用いることができる。なお
シロキサンは、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成される。置換基
として、少なくとも水素を含む有機基（例えばアルキル基、芳香族炭化水素）が用いられ
る。置換基として、フルオロ基を用いてもよい。または置換基として、少なくとも水素を
含む有機基と、フルオロ基とを用いてもよい。ポリシラザンは、珪素（Ｓｉ）と窒素（Ｎ
）の結合を有するポリマー材料を出発原料として形成される。また層間絶縁膜６００７に
、低誘電率材料（ｌｏｗ－ｋ材料）と呼ばれる材料を用いてもよい。
【０１９４】
隔壁６００８は、層間絶縁膜６００７と同様に有機材料、又は無機材料を用いて形成する
ことができる。感光性の有機材料を隔壁６００８に用いると、第１の電極６００４上の開
口部の側壁が連続した曲率を持って形成される傾斜面となる。このような形状により、電
界発光層６００５が切断し、第１の電極６００４と第２の電極６００６とが短絡してしま
うのを防ぐことができる。
【０１９５】
第１の電極６００４は、陽極として適する材料で形成する。陽極として適する材料とは、
仕事関数の小さい金属、合金、電気伝導性化合物、及びこれらの混合物が挙げられる。ま
た第１の電極６００４側に光を取り出すため、光を透過する材料又は光を透過する程度の
膜厚で形成する。具体的には、第１の電極６００４には、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）
、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）、又はガリウムを添加した酸化亜
鉛（ＧＺＯ）等の透光性導電材料を用いることが可能である。さらに酸化珪素を含む酸化
インジウムスズ（以下、ＩＴＳＯと記す）、ＩＴＯに酸化亜鉛（ＺｎＯ）を混合したもの
、ＩＴＳＯに酸化亜鉛（ＺｎＯ）を混合したものを用いてもよい。また非透光性導電材料
として、例えばＴｉＮ、ＺｒＮ、Ｔｉ、Ｗ、Ｎｉ、Ｐｔ、Ｃｒ、Ａｇ、Ａｌ等の１つ又は
複数からなる単層膜の他、窒化チタン膜とアルミニウムを主成分とする膜との積層構造、
窒化チタン膜とアルミニウムを主成分とする膜と窒化チタン膜との三層構造等を用いるこ
ともできる。ただし非透光性導電材料を用いる場合、光が透過する程度の膜厚（好ましく
は、５ｎｍ～３０ｎｍ程度）で第１の電極６００４を形成する。
【０１９６】
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第２の電極６００６は、陰極として適する材料で形成する。陰極として適する材料とは、
仕事関数の小さい金属、合金、電気伝導性化合物、及びこれらの混合物が挙げられる。ま
た第１の電極６００４側からのみ光を取り出すため、光を反射もしくは光を遮蔽する材料
で形成する。具体的には、Ｌｉ、Ｃｓ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ等の金属、これらを含む合金（
Ｍｇ：Ａｇ、Ａｌ：Ｌｉ、Ｍｇ：Ｉｎなど）、これらの化合物（フッ化カルシウム、窒化
カルシウム）、又はＹｂやＥｒ等の希土類金属を用いることができる。
【０１９７】
電界発光層６００５は、単数又は複数の層で構成されている。複数の層で構成されている
場合、これらの層は、キャリア輸送特性の観点から正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電
子輸送層、電子注入層などに分類することができる。第１の電極６００４が陽極のため、
順に正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層の順に積層する。なお各
層の境目は必ずしも明確である必要はなく、互いの層を構成している材料が一部混合し、
界面が不明瞭になっている場合もある。各層には、有機系の材料、無機系の材料を用いる
ことが可能である。有機系の材料として、高分子系、中分子系、低分子系のいずれの材料
も用いることが可能である。なお中分子系の材料とは、構造単位の繰返しの数（重合度）
が２から２０程度の低重合体に相当する。正孔注入層と正孔輸送層との区別は必ずしも厳
密なものではなく、これらは正孔輸送性（正孔移動度）が特に重要な特性である意味にお
いて同じである。正孔注入層は陽極に接する側の層であり、正孔注入層に接する層を正孔
輸送層と呼んで区別することができる。電子輸送層、電子注入層についても同様であり、
陰極に接する層を電子注入層と呼び、電子注入層に接する層を電子輸送層と呼び区別する
ことができる。発光層が電子輸送層を兼ねる場合もある。
【０１９８】
このような図１０（Ａ）に示した画素は、ＥＬ素子６００３から発せられる光を、白抜き
の矢印で示すように、第１の電極６００４側から取り出すことができる。
【０１９９】
次に図１０（Ｂ）に、ＴＦＴ６０１１がＰチャネル型で、ＥＬ素子６０１３から発せられ
る光を第２の電極６０１６側から取り出す場合の、画素回路の断面図を示す。図１０（Ｂ
）では、ＥＬ素子６０１３の第１の電極６０１４と、ＴＦＴ６０１１が電気的に接続され
ており、ＴＦＴ６０１１がＰチャネル型であるため、第１の電極６０１４が陽極となり、
第１の電極６０１４上に電界発光層６０１５、第２の電極６０１６が順に積層されている
。
【０２００】
第１の電極６０１４は、陽極として適する材料で形成し、第２の電極６０１６からのみ光
を取り出すため、光を反射もしくは光を遮蔽する材料で形成する。例えば、ＴｉＮ、Ｚｒ
Ｎ、Ｔｉ、Ｗ、Ｎｉ、Ｐｔ、Ｃｒ、Ａｇ、Ａｌ等の１つ又は複数からなる単層膜の他、窒
化チタンとアルミニウムを主成分とする膜との積層、窒化チタン膜とアルミニウムを主成
分とする膜と窒化チタン膜との三層構造等を第１の電極６０１４に用いることができる。
【０２０１】
また第２の電極６０１６は、陰極として適する材料で形成し、第２の電極６０１６から光
を取り出すため、光を透過する材料又は光を透過する程度の膜厚で形成する。具体的には
、Ｌｉ、Ｃｓ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ等の金属、これらを含む合金（Ｍｇ：Ａｇ、Ａｌ：Ｌｉ
、Ｍｇ：Ｉｎなど）、これらの化合物（フッ化カルシウム、窒化カルシウム）、又はＹｂ
やＥｒ等の希土類金属を用い、光を透過する程度の膜厚（好ましくは、５ｎｍ～３０ｎｍ
程度）とする。なお、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化インジ
ウム亜鉛（ＩＺＯ）、又はガリウムを添加した酸化亜鉛（ＧＺＯ）等の透光性導電材料を
用いることも可能である。また、酸化珪素を含む酸化インジウムスズ（ＩＴＳＯ）、ＩＴ
Ｏに酸化亜鉛（ＺｎＯ）を混合したもの、ＩＴＳＯに酸化亜鉛（ＺｎＯ）を混合したもの
を用いてもよい。このような透光性導電材料を用いる場合、電界発光層６０１５に電子注
入層を設けることが望ましい。
【０２０２】
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電界発光層６０１５は、図１０（Ａ）の電界発光層６００５と同様に形成することができ
る。
【０２０３】
このような図１０（Ｂ）に示した画素の場合、ＥＬ素子６０１３から発せられる光を、白
抜きの矢印で示すように第２の電極６０１６側から取り出すことができる。
【０２０４】
次に図１０（Ｃ）に、ＴＦＴ６０２１がＰチャネル型で、ＥＬ素子６０２３から発せられ
る光を第１の電極６０２４側及び第２の電極６０２６側から取り出す場合の、画素回路の
断面図を示す。図１０（Ｃ）では、ＥＬ素子６０２３の第１の電極６０２４と、ＴＦＴ６
０２１が電気的に接続されており、ＴＦＴ６０２１がＰチャネル型であるため、第１の電
極６０２４が陽極となり、第１の電極６０２４上に電界発光層６０２５、第２の電極６０
２６が順に積層されている。
【０２０５】
また第１の電極６０２４から光を取り出すため、第１の電極６０２４は図１０（Ａ）の第
１の電極６００４と同様に形成することができる。また第２の電極６０２６からも光を取
り出すため、第２の電極６０２６は図１０（Ｂ）の第２の電極６０１６と同様に形成する
ことができる。電界発光層６０２５は、図１０（Ａ）の電界発光層６００５と同様に形成
することができる。
【０２０６】
このような図１０（Ｃ）に示した画素の場合、ＥＬ素子６０２３から発せられる光を、白
抜きの矢印で示すように第１の電極６０２４側及び第２の電極６０２６側から取り出すこ
とができる。
【０２０７】
本実施の形態では、第１の電極が陽極、第２の電極が陰極の場合について説明したが、第
１の電極が陰極、第２の電極が陽極であってもよい。第１の電極が陰極、第２の電極が陽
極のとき、駆動トランジスタはＮチャネル型薄膜トランジスタであると好ましい。
【０２０８】
本実施の形態は、上記の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【０２０９】
（実施の形態７）
本発明の表示装置を用いた電子機器として、テレビジョン装置（テレビ、テレビジョン受
信機）、デジタルカメラなどのカメラ、デジタルビデオカメラ、携帯電話装置（携帯電話
機）、ＰＤＡ等の携帯情報端末、携帯型ゲーム機、モニター、コンピュータ、カーオーデ
ィオ等の音響再生装置、家庭用ゲーム機等の記録媒体を備えた画像再生装置等が挙げられ
る。その具体例について、図１１を参照して説明する。
【０２１０】
図１１（Ａ）に示す本発明の表示装置を用いた携帯情報端末は、本体９２０１、表示部９
２０２等を含む。本発明により、開口率の大きな携帯情報端末を提供することができる。
【０２１１】
図１１（Ｂ）に示す本発明の表示装置を用いたデジタルビデオカメラ９７０１は、表示部
９７０２等を含む。本発明により、開口率の大きなデジタルビデオカメラを提供すること
ができる。
【０２１２】
図１１（Ｃ）に示す本発明の表示装置を用いた携帯電話は、本体９１０１、表示部９１０
２等を含む。本発明により、開口率の大きな携帯電話を提供することができる。
【０２１３】
図１１（Ｄ）に示す本発明の表示装置を用いた携帯型のテレビジョン装置は、本体９３０
１、表示部９３０２等を含む。本発明により、開口率の大きな携帯型のテレビジョン装置
を提供することができる。
【０２１４】
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図１１（Ｅ）に示す本発明の表示装置を用いた携帯型のコンピュータは、本体９４０１、
表示部９４０２等を含む。本発明により、開口率の大きな携帯型のコンピュータを提供す
ることができる。
【０２１５】
図１１（Ｆ）に示す本発明の表示装置を用いたテレビジョン装置は、本体９５０１、表示
部９５０２等を含む。本発明により、開口率の大きな携テレビジョン装置を提供すること
ができる。
【０２１６】
以上のように、本発明の表示装置は、あらゆる電子機器に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０２１７】
【図１】本発明の表示装置の画素回路を説明する図。
【図２】本発明の表示装置の画素回路の駆動方法を説明する図。
【図３】本発明の表示装置の構成を説明する図。
【図４】本発明の表示装置の電極の形状を説明する図。
【図５】本発明の表示装置の画素回路の駆動方法を説明する図。
【図６】本発明の表示装置の画素回路の駆動方法を説明する図。
【図７】本発明の表示装置の画素回路を説明する図。
【図８】表示装置の画素回路を説明する図。
【図９】表示装置の画素回路を説明する図。
【図１０】本発明の表示装置の作製工程を説明する図。
【図１１】本発明の電子機器を説明する図。
【図１２】本発明の画素を説明する図
【図１３】本発明の画素を説明する図
【図１４】本発明の画素を説明する図
【図１５】本発明のＥＬ素子の構造を説明する図
【図１６】本発明の表示装置を製造するための蒸着装置を説明する図
【図１７】本発明の蒸着装置の成膜処理室を説明する図
【図１８】本発明の画素を説明する図
【符号の説明】
【０２１８】
ＡＮＯＤＥ　第１の電源線
ＣＡＴＨＯＤＥ　第２の電源線
ＤＡＴＡ　データ線
Ｘ１～Ｘｎ　データ線
Ｙ１～Ｙｍ　走査線
Ｔｒ１　第１のトランジスタ
Ｔｒ２　第２のトランジスタ
Ｔｒ３　第３のトランジスタ
Ｔｒ４　第４のトランジスタ
Ｔｒ５　第５のトランジスタ
Ｉｄａｔａ　データ電流
１０　ＥＬ素子
２０　ＥＬ素子
２０１　１フレーム期間
２０２　初期化期間
２０３　閾値書込期間
２０４　アドレス期間
２０５　発光期間
２０５Ａ　発光期間（前フレーム）
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２０６　書込開始前期間
２０７　データ書込期間
２０８　Ｃｓ書き換え期間
２０９　書込終了後期間
３０１　画素部
３０２　データ線駆動回路
３０３　走査線駆動回路
３０４　画素回路
４０１　基板
４０２　コンタクト領域
５０１　１走査線書込期間
６００１　ＴＦＴ
６００３　ＥＬ素子
６００４　電極
６００５　電界発光層
６００６　電極
６００７　層間絶縁膜
６００８　隔壁
６０１１　ＴＦＴ
６０１３　ＥＬ素子
６０１４　電極
６０１５　電界発光層
６０１６　電極
６０２１　ＴＦＴ
６０２３　ＥＬ素子
６０２４　電極
６０２５　電界発光層
６０２６　電極
９１０１　携帯電話本体
９１０２　表示部
９２０１　携帯情報端末本体
９２０２　表示部
９３０１　携帯型テレビジョン装置本体
９３０２　表示部
９４０１　携帯型コンピュータ本体
９４０２　表示部
９５０１　テレビジョン装置本体
９５０２　表示部
９７０１　デジタルビデオカメラ本体
９７０２　表示部
１２０５　第１のＴＦＴ
１２０６　第１の配線
１２０７　第２の配線
１２０８　第２のＴＦＴ
１２１１　第３の配線
１２１２　対向電極
１２１３　容量素子
１２１５　画素電極
１２１６　隔壁
１２１７　有機導電体膜
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１２１８　有機薄膜
１２１９　基板
１３００　基板
１３０１　第１の配線
１３０２　第２の配線
１３０３　第３の配線
１３０４　第４の配線
１３０５　第１のＴＦＴ
１３０６　第２のＴＦＴ
１３０７　第３のＴＦＴ
１３０８　画素電極
１３１１　隔壁
１３１２　有機導電体膜
１３１３　有機薄膜（発光層）
１３１４　対向電極
１４００　基板
１４０１　第１の配線
１４０２　第２の配線
１４０３　第３の配線
１４０４　第４の配線
１４０５　第１のＴＦＴ
１４０６　第２のＴＦＴ
１４０７　第３のＴＦＴ
１４０８　第４のＴＦＴ
１４０９　画素電極
１４１１　第５の配線
１４１２　第６の配線
１４２１　隔壁
１４２２　有機導電体膜
１４２３　有機薄膜（発光層）
１４２４　対向電極
１５０１　陽極
１５０２　陰極
１５０３　正孔輸送領域
１５０４　電子輸送領域
１５０５　混合領域
１５０６　発光材料が添加された領域
１５０７　正孔ブロッキング材料が添加された領域
１５０８　電子ブロッキング材料が添加された領域
１５０９　金属材料を添加した領域
１６６０　搬送室
１６６１　搬送室
１６６２　ロード室
１６６３　アンロード室
１６６４　中間室
１６６５　封止処理室
１６６６　搬送手段
１６６７　搬送手段
１６６８　加熱処理室
１６６９　成膜処理室



(35) JP 5041772 B2 2012.10.3

10

20

30

１６７０　成膜処理室
１６７１　成膜処理室
１６７２　成膜処理室
１６７３　成膜処理室
１６７４　成膜処理室
１６７５　成膜処理室
１６７６　成膜処理室
１６７７ａ～１６７７ｍ　ゲートバルブ
１７８０　蒸発源ホルダ
１７８１ａ～１７８１ｃ　蒸発源
１７８２　距離センサー
１７８３　多関節アーム
１７８４　材料供給管
１７８５ａ～１７８５ｃ　材料供給源
１７８６　基板ステージ
１７８７　基板チャック
１７８８　マスクチャック
１７８９　基板
１７９０　シャドーマスク
１７９１　天板
１７９２　低板
１８０１　第１のＴＦＴ
１８０２　第２のＴＦＴ
１８０３　第３のＴＦＴ
１８０４　第４のＴＦＴ
１８０５　第５のＴＦＴ
１８０６　第１の配線
１８０７　第２の配線
１８０８　第３の配線
１８０９　第４の配線
１８１０　第５の配線
１８１１　第６の配線
１８１３　コンデンサ
１８１４　画素電極
１８１５　隔壁開口部
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